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バージョン履歴 

日付 バージョン 説明 

2016/03/31 1.05J 初版。 

2018/07/31 1.2J 

 PLL構造のブロック図を更新。 

 User Flashのタイミングパラメータを追加。 

 ブランクチップの GPIOのデフォルト状態の説明を追加。 

2018/09/08 1.3J UG256パッケージの情報を追加。 

2018/11/27 1.4J 

 Bバージョンのデバイスを追加。 

 GW1N-6と GW1N-9の BANK0と BANK2は I3C 

OpenDrain/PushPull変換をサポート。 

 IODELAYのステップごとの遅延を 25psから 30psに更新。 

2019/01/09 1.5J オンチップオシレータの周波数を更新。 

2019/02/14 1.6J 

 UVバージョンの供給電源電圧を更新。 

 LVバージョンの電気特性パラメータは UVバージョンのデバイス

に適用可能。 

 デバイス・オーダー・コードの図面を更新。 

2019/06/04 1.7J 

 電気特性における周囲温度をジャンクション温度に更新。 

 GW1N-1Sの情報を追加。 

 GW1N-6/9の BANK0/1/3の電源の要件を追加。 

 GW1N-2/2B/4/4B/6/9の User Flashの説明を追加。 

2019/07/02 1.8J 

 GW1N-6/9のMG196、UG169および EQ144パッケージの情報

を追加。 

 GW1N-1Sデバイス CS30パッケージの情報を追加。 

2019/10/10 1.9J 

 GW1N-1の LQ100X-LV/LQ100X-UVの情報を追加。 

 GW1N-1Sの BSRAMが Dual portモードをサポートしないよう

に更新。 

 LQ100/LQ144/EQ144/LQ176/EQ176パッケージのサイズを変

更。 

 ジャンクション温度(オートモーティブ)の範囲を追加。 

 各デバイスの電源のランプレートを更新。 

2019/11/15 2.0J 

 最大 I/O数を更新。 

 セクション 5.1にオートモーティブの説明を追加。 

 遅延モジュールの説明を更新。 

2020/01/15 2.1J 
 LQ100X-LVおよび LQ100X-UVパッケージの名前を変更。 

 GW1N-4デバイス MG132Xパッケージの情報を追加。 

2020/03/16 2.2J 
 GW1N-9デバイス CS81Mパッケージの情報を追加。 

 位相同期回路の CLKINの説明を更新。。 

2020/04/16 2.3J 

 GW1N-2/GW1N-2B/GW1N-6デバイスの情報を削除。 

 CFUの構造説明図を更新。 

 GW1N-9Cを追加。 

2020/09/30 2.4J 
 GW1N-2デバイスの情報を追加。 

 GW1N-9デバイス MG100パッケージを追加。 



 

 

日付 バージョン 説明 

 GW1N-9デバイス QN48Fパッケージを追加。 

2021/01/13 2.4.1J IO規格の説明を更新。 

2021/01/22 2.4.2J GW1N-2デバイス QN48および QN48Mパッケージを追加。 

2021/02/05 2.4.3J 電気特性のパラメータを更新。 

2021/03/02 2.4.4J GW1N-2デバイスMG132パッケージを追加。 

2021/04/06 2.5J GW1N-1P5デバイスを追加。 

2021/05/27 2.6J 

 GW1N-1P5デバイス LQ100パッケージを追加。 

 GW1N-2デバイス MG132、LQ100、LQ144パッケージを追加。

MG132パッケージの名前を MG132Hに変更、QN48Mパッケー

ジの名前を QN48Hに変更。 

 GW1N-9デバイス MG100Tパッケージを追加。 

 GW1N-1デバイス LQ100Xパッケージを削除。 

 表 1-3各パケージでサポートされるコンフィギュレーションモー

ドを追加。 

2021/06/25 2.6.1J 
 “RECONFIG_N”ピンの説明を追加。 

 デバイス・オーダー・コードの図面を更新。 

2021/07/16 2.6.2J 
 GW1N-2デバイス MG121、MG121Xパッケージを追加。 

 User Flashの説明を更新。 

2021/10/28 2.6.3J 

 GW1N-2デバイス MG49パッケージおよび GW1N-1P5デバイス

FN48Xパッケージを追加。 

 GWN1-1デバイス QN32、QN48、LQ100、および LQ144パッケ

ージを削除。 

 “推奨動作範囲”を変更。 

2022/01/20 2.6.4J 

 C5/I4スピードグレードの GW1N-2/GW1N-1P5デバイスを追

加。 

 静的電流およびプログラミング電流などのパラメータを更新。 

 I/Oロジックの入力と出力の説明図と関連する説明を更新。 

 GW1N-2デバイス QN32X、QN88、および CS42Hパッケージを

追加。 

 GW1N-1P5デバイス FN48Xパッケージを削除し、GW1N-1P5

デバイス QN48Xパッケージを追加。 

2022/03/11 2.6.5J GW1N-1P5および GW1N-2デバイスの静的電流を更新。 

2022/05/20 2.7J 

 GW1N-4デバイス UG169パッケージを追加。 

 GW1N-2デバイス CS42Hパッケージを更新。 

 MIPI IO出力のドライブ強度を更新。 

 I/Oの推奨動作条件を更新。 

 オンチップオシレータのパラメータを更新。 

 Gearboxのタイミングパラメータを更新。 

2022/06/02 2.7.1J 
GW1N-1デバイス QN32、QN48、LQ100、および LQ144パッケージ

を追加。 

2022/07/21 2.8J 
 GW1N-2デバイス QN32パッケージを追加。 

 GW1N-2デバイス CS100Hパッケージを追加。 



 

 

日付 バージョン 説明 

 GW1N-2デバイス LQ144Fパッケージを追加。 

 差動入力スレッショルド VTHDの最大値を更新。 

 GW1N-2の読み込み周波数の説明を追加。 

 GW1N-1 CS30がサポートするコンフィギュレーションモードの

説明を追加。 

2022/09/29 2.9J 

 DC電流制限に関する注記を追加。 

 表 3-2推奨動作条件を更新。 

 GW1N-4/GW1N-9 UVデバイスの Vccに関する注記を追加。 

 デバイスの構造説明図を更新。 

 表 3-5 PoR電圧を更新。 

 表 3-9静的電流を更新。 

 3.4 スイッチング特性を更新。 

2022/11/11 2.9.1J 

 表 3-3 電源のランプレートを更新。 

 表 3-8推奨動作条件内の DC電気特性を更新。 

 コンフィギュレーション Flashの説明を追加。 

 バイトイネーブル機能の注記を追加。 

2022/11/21 2.9.2J 

 表 3-1絶対最大範囲を更新。 

 表 3-9静的電流を更新。 

 セクション「2.12プログラミング・コンフィギュレーション」の

バックグランドアップグレードの説明を更新。 

2022/12/08 2.9.3J 

 表 3-1絶対最大範囲を更新。 

 表 3-22 GW1N-1の User Flashの DC電気特性を更新。 

 表 3-23 GW1N-2/4/9の User Flashの DC電気特性(一)を追加。 

 表 3-24 GW1N-2/4/9の User Flashの DC電気特性(二)[1],[4]を更

新。 

 表 2-5 BSRAMの構成モード一覧の注記を変更。 

2022/12/19 2.9.4J GW1N-1P5デバイス QN48XFパッケージを追加。 

2023/01/12 2.9.5J 
 表 1-2各パッケージの最大ユーザーI/O数を更新。 

 表 3-8推奨動作条件内の DC電気特性を更新。 

2023/02/22 2.9.6J 

 Slew Rateの説明を削除。 

 表 3-26 GW1N-1P5/2/4/9の User Flashのタイミングパラメータ

を更新。 

 2.5 User Flash(GW1N-1)と 2.6 User Flash(GW1N-1P5/2/4/9)に説

明を追加。 

 True LVDSの説明を変更。 

2023/04/13 2.9.7J 

 GPIOのデフォルト状態に関する注記を変更。 

 図 2-5 CFU構造の説明図の注記を変更。 

 表 3-3 電源のランプレートを更新。 

 I/Oロジック出力の説明図と I/Oロジック入力の説明図を組み合

わせて図 2-12 I/Oロジックの入力と出力の説明図に更新。 

 MIPI入力/出力の説明を更新。 

2023/04/27 2.9.8J  Flashリソースに関する説明を更新。 



 

 

日付 バージョン 説明 

 表 2-5 BSRAMの構成モード一覧の注記を変更。 

 GW1N-9デバイスの VCCIO電源供給の制限に関する説明を更新。 

2023/05/25 2.9.9J セクション「2.4.2BSRAMの構成モード」を更新。 

2023/06/09 3.0J 
表 2-9 MIPI IOタイプをサポートする GW1Nシリーズ FPGA製品の

一覧を追加。 

2023/08/18 3.1J 

 表 1-2各パッケージの最大ユーザーI/O数およびその注記を更

新。 

 表 3-8推奨動作条件内の DC電気特性の注記を変更。 

 表 3-26 GW1N-1P5/2/4/9の User Flashのタイミングパラメータ

を更新。 

 図 4-3デバイスのパッケージのマーク例を更新。 

 GPIOのデフォルト状態に関する注記を最適化。 

 マニュアルの構造を調整。 

2023/11/30 3.2J 

 GW1N-1デバイス QN32/QN48/LQ100/LQ144パッケージを削

除。 

 表 1-1製品情報一覧を削除。 

 セクション「2.4.7パワーアップ状況」を削除。 

 表 2-1 GW1Nシリーズ FPGA製品でサポートされる出力 I/Oタイ

プ及び一部のオプションおよび表 3-12シングルエンド I/Oの DC

電気特性に注記を追加。 

 表 3-2推奨動作条件に注記を追加。 

 表 3-17 Gearboxのタイミングパラメータを最適化。 

 GW1N-9デバイスの VCCIO電源供給の制限に関する説明を最適

化。 

 Flashリソースに関する説明を更新。 

2023/12/14 3.2.1J 

「表 1-2各パッケージの最大ユーザーI/O数(True LVDSペア数)」を更

新、GW1N-2デバイス CS42Hおよび CS100Hパッケージの最大ユー

ザーI/O数を修正。 

2024/02/02 3.2.2J 

 「表 1-2各パッケージの最大ユーザーI/O数(True LVDSペア数)」

を更新：GW1N-1デバイス CS30パッケージのサイズ情報を修

正。 

 「表 2-5 BSRAMの構成モード一覧」に注記を追加：ROMモー

ドをサポートしないデバイスの情報を追加。 

 「表 3-1絶対最大範囲」と「表 3-2推奨動作条件」を更新：ハー

ドコアMIPI D-PHYの電圧情報を追加。 

2024/03/12 3.2.3J 

 「図 2-9 GW1N-2の I/O Bankの配置図」の Bank6の説明を追

加。 

 「表 3-9静的電流」における GW1N-4の静的電流を更新。 

 「表 3-17 Gearboxのタイミングパラメータ」を更新。 

2024/05/09 3.2.4J 

 「表 1-1製品情報一覧」に最大 GPIO数の注記を追加。 

 IODELAYモジュールの説明を更新。 

 「表 3-12シングルエンド I/Oの DC電気特性」を更新：

LVCMOS規格の IOLと IOHを変更。 

 「図 4-4デバイスのパッケージのマーク例(GW1N-



 

 

日付 バージョン 説明 

LV4CS72C6/I5)」を追加。 

2024/12/12 3.2.5J 

 デュアル・ポート BSRAMとセミ・デュアル・ポート BSRAMの

機能説明の注記を追加。 

 「表 3-12シングルエンド I/Oの DC電気特性」を更新：

LVCMOS規格の IOLと IOHを変更。 

 MIPI IOの説明を更新。 

2025/04/30 3.2.6J 

 「表 2-1 GW1Nシリーズ FPGA製品でサポートされる出力 I/Oタ

イプ及び一部のオプション」を更新：一部の I/Oタイプのドライ

ブ強度値を修正。 

 「表 2-2 GW1Nシリーズ FPGA製品でサポートされる入力 I/Oタ

イプ及び一部のオプション」を更新：一部の I/Oタイプの VCCIO

値を変更。 

 「表 3-16 DSPのタイミングパラメータ」を更新：GW1N-1、

GW1N-1S、GW1N-1P5、および GW1N-2の情報を削除。 

 「3.4.7 PLLのスイッチング特性」を更新。 

 GW1N-9デバイス CS81Mパッケージを削除。 

2025/05/23 3.2.7J 

 「表 3-21 PLLのタイミングパラメータ」を更新。 

 「図 4-3デバイスのパッケージのマーク例」と「図 4-4デバイス

のパッケージのマーク例(GW1N-LV4CS72C6/I5)」の注記を更

新。 

2025/06/27 3.2.8J 
「表 2-2 GW1Nシリーズ FPGA製品でサポートされる入力 I/Oタイプ

及び一部のオプション」を最適化。 

2025/08/29 3.3J 

 「表 3-18シングルエンド IO Fmax」を微調整。 

 「表 2-5 BSRAMの構成モード一覧」に注記を追加。 

 「表 3-26 GW1N-1P5/2/4/9の User Flashのタイミングパラメー

タ[1], [4], [5]」の注記を更新。 

 GW1N-9デバイス QN60パッケージを追加。 

2025/12/31 3.3.1J 

 GW1N-2デバイス LQ144Fパッケージの EOL注記を追加。 

 「図 2-19 GW1N-1 HCLKの説明図」、「図 2-20 GW1N-

1P5/GW1N-2 HCLKの説明図」、「図 2-21 GW1N-4 HCLKの説明

図」、「図 2-22 GW1N-9 HCLKの説明図」を最適化。 

 「表 3-21 PLLのタイミングパラメータ」を更新：GW1N-1P5デ

バイスの情報を追加。 

2026/03/27 3.3.2J 

 「表 1-1製品情報一覧」を更新：ハード MIPI D-PHY RXのサポ

ート情報を追加。 

 「表 5-1用語、略語」を更新：項目「CLU」を追加。 

2026/06/17 3.3.3J 

 GW1N-1Sの情報を削除。 

 IEMモジュールの説明を削除。 

 「表 1-2各パッケージの最大ユーザーI/O数(True LVDSペア数)」

を更新：最大ユーザーI/O数のカウント基準を統一。 

 「表 3-14 CFU内部のタイミングパラメータ[1], [2]」を更新。 

 「図 2-19 GW1N-1 HCLKの説明図」、「図 2-20 GW1N-

1P5/GW1N-2 HCLKの説明図」、「図 2-21 GW1N-4 HCLKの説明

図」、「図 2-22 GW1N-9 HCLKの説明図」を更新。 



 

 

日付 バージョン 説明 

 C7/I6スピードグレードの GW1N-4の電気的パラメータを削除。 
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1製品の概要 

GOWINセミコンダクターGW1Nシリーズの FPGA製品は、豊富なロ

ジックリソースを備え、さまざまな I/O規格をサポートする LittleBeeフ

ァミリーの第 1世代製品です。GW1Nシリーズの FPGA製品は、

BSRAM、DSP、PLL、および Flashリソースを内蔵すると同時に、低消

費電力、インスタントオン、低コスト、高安全性、省スペース、豊富なパ

ッケージタイプ、および使い易さ等の特徴を備えています。 

GOWINセミコンダクターは、合成、配置配線、ビットストリームファ

イルの生成およびダウンロードなどのワンストップサービスをサポートす

る、自社で研究開発した市場志向の新世代 FPGAハードウェア開発環境

を提供します。 

1.1 特徴 

 

 低消費電力 

- 55nmオンチップ Flash技術 

- LVバージョン：1.2Vのコア電圧

をサポート 

- UVバージョン：デバイスの

VCC/ VCCIO/ VCCXの単一電源

供給をサポート 

- クロックの動的 ON/OFFをサポ

ート 

 User Flash(GW1N-1) 

- NOR Flash 

- 100,000回の書き込みサイクル 

- 10年以上のデータ保持時間

(+85℃) 

- 構成可能なデータ幅：8/16/32 

- ページサイズ：256バイト 

- スタンバイ電流：3μA 

- ページ書き込み時間：8.2ms 

 User Flash(GW1N-1P5/2/4/9) 

- NOR Flash 

- 10,000回の書き込みサイクル 

- 10年以上のデータ保持時間

(+85℃) 

- データ幅：32ビット 

- GW1N-1P5/2のメモリ領域：96K

ビット 

- GW1N-4のメモリ領域：256Kビ

ット 

- GW1N-9のメモリ領域：608Kビ

ット 

- ページ消去能力：2048バイト 
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- ワードプログラミング時間：≤

16μs 

- ページ消去時間：≤120ms 

 コンフィギュレーション
Flash(GW1N-1) 

- NOR Flash 

- 100,000回の書き込みサイクル 

- 10年以上のデータ保持時間

(+85℃) 

 コンフィギュレーション
Flash(GW1N-1P5/2/4/9) 

- NOR Flash 

- 10,000回の書き込みサイクル 

- 10年以上のデータ保持時間

(+85℃) 

 MIPI D-PHY RXハードコア(GW1N-

2) 

- MIPI DSIおよび CSI-2(RX)イン

ターフェースをサポート 

- CS42、CS42H、QN48H、

QN88、MG132H、CS100Hパッ

ケージの IO Bank6がMIPI D-

PHY RXをサポート。 

- MIPIの伝送レート(レーンあたり)

は最大 2Gbps 

- 最大 4つのデータレーンと 1つ

のクロックレーンをサポート。 

 GPIOによる MIPI D-PHY RX/TXを

サポート 

- MIPI CSI-2および DSI RX/TXイ

ンターフェースをサポート(各レ

ーンの伝送レートは最大

1.2Gbps)。 

- TLVDS、ELVDS、MIPI IOの 3

つの IOタイプを利用可能。 

 複数の I/O規格をサポート 

- LVCMOS33/25/18/15/12；

LVTTL33，SSTL33/25/18 I， 

SSTL33/25/18 II，SSTL15；

HSTL18 I，HSTL18 II，HSTL15 

I；PCI，LVDS25，RSDS，

LVDS25E，BLVDSE，

MLVDSE，LVPECLE，RSDSE 

- 入力信号のヒステリシスオプシ

ョンを提供 

- 出力信号のドライブ強度オプシ

ョンを提供 

- 各 I/Oに独立した Bus Keeper、

プルアップ/プルダウン抵抗、お

よび Open Drain出力オプション

を提供 

- ホットプラグをサポート 

 高性能 DSPブロック(GW1N-4/9) 

- 優れたデジタル信号処理能力 

- 9 x 9、18 x 18、36 x 36ビットの

乗算と 54ビットのアキュムレー

タをサポート 

- 複数の乗算器のカスケード接続

をサポート 

- レジスタのパイプラインとバイ

パス機能をサポート 

- 前置加算によりフィルタ機能を

実現 

- バレルシフタレジスタをサポー

ト 

 豊富な基本論理ユニット 

- 4入力 LUT(LUT4) 

- シフトレジスタ及び分散メモリ

をサポート 

 複数のモードの SRAMをサポート 

- デュアル・ポート、シングル・

ポート、およびセミ・デュア

ル・ポート・モードをサポート 

- バイト書き込みイネーブルをサ

ポート 

 柔軟な PLLリソース 

- クロックの周波数逓倍、分周、

および位相調整を実現 

- グローバルクロックをサポート 
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 オンチップ Flashプログラミング 

- インスタントオン 

- セキュリティビット操作をサポ

ート 

- AUTO BOOT及び DUAL BOOT

プログラミングモードをサポー

ト 

 プログラミング・コンフィギュレー

ションモード 

- JTAGコンフィギュレーションモ

ードをサポート 

- バックグラウンド・アップグレ

ードをサポート 

- 最大 7つの GowinCONFIGコン

フィギュレーションモードをサ

ポート：AUTOBOOT、SSPI、

MSPI、CPU、SERIAL、DUAL 

BOOT、I2C Slave。

 

1.2 製品情報一覧 
表 1-1製品情報一覧 

デバイス GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

論理ユニット
(LUT4) 

1,152 1,584 2,304 4,608 8,640 

フリップフロップ
(FF) 

864 1,584 2,016 3,456 6,480 

分散

SRAM(SSRAM)の

容量(ビット) 

0 12K 18K 0 16K 

ブロック

SRAM(BSRAM)の

容量(ビット) 

72K 72K 72K 180K 468K 

ブロック

SRAM(BSRAM)の

数(個) 

4 4 4 10 26 

User Flash(ビッ

ト) 
96K 96K 96K 256K 608K 

乗算器(18 x 18 

Multiplier) 
0 0 0 16 20 

ハードMIPI D-

PHY RX[5] 
0 0 1 0 0 

位相同期回路
(PLL) 

1 1 1 2 2 

I/O Bank数 4 6 6[2] 4 4 

最大 GPIO数[4] 120 125 125 218 276 

コア電圧(LVバー

ジョン) 
1.2V 1.2V 1.2V 1.2V 1.2V 
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デバイス GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

コア電圧(UVバー

ジョン) 
1.8V/2.5V/3.3V[1] 1.8V/2.5V/3.3V 1.8V[3]/2.5V/3.3V 

注記： 

 [1] 現在、GW1N-1デバイスの各パッケージのうち、UVバージョンをサポートして

いるのは LQ100Xパッケージのみです。 

 [2] GW1N-2デバイス CS42/QN48H/MG132H/QN88/CS42H/CS100Hパッケージには

7つの IO Bankがあります。 

 [3] GW1N-4/GW1N-9 UVバージョンのデバイスでは、VCCと VCCXがパッケージ

のピンを共有している場合、GW1N-4/GW1N-9の VCCX範囲 (2.5V~3.3V)によって

VCC範囲が 2.5 V~ 3.3Vに制限されます。この場合、VCCは 1.8Vをサポートして

いません。 

 [4]これは、パッケージの制限なしにデバイスが提供できる GPIOの最大数です。特

定のパッケージで使用可能なユーザーI/Oの最大数については、表 1-2を参照してく

ださい。 

 [5]現在、GW1N-2デバイス CS42/QN48H/MG132H/QN88/CS42H/CS100Hパッケー

ジは、ハード MIPI D-PHY RXをサポートしています。 

1.3 パッケージ情報一覧 
表 1-2各パッケージの最大ユーザーI/O数(True LVDSペア数) 

パッケージ ピッチ(mm) サイズ(mm) GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

CM64 0.5 4.1 x 4.1 - -  - 56（16） 

CS100H 0.4 4 x 4 - - 79（21） - - 

CS30[1] 0.4 2.3 x 2.2 24 - - - - 

CS42 0.4 2.4 x 2.9 - - 25（7） - - 

CS42H 0.4 2.4 x 2.9 - - 21（3） - - 

CS72 0.4 3.6 x 3.3 - - - 58（19） - 

EQ144 0.5 20 x 20 - - - - 121（28） 

EQ176 0.4 20 x 20 - - - - 148（37） 

FN32 0.4 4 x 4 - -  - - 

LQ100 0.5 14 x 14 - 81（16） 81（15） 80（13） 80（20） 

LQ100X 0.5 14 x 14 - 81（16） 81（15） - - 

LQ144 0.5 20 x 20 - - 114（28） 120（22） 121（28） 

LQ144F[2] 0.5 20 x 20 - - 116（27） - - 



1製品の概要 1.3パッケージ情報一覧 

 

DS100-3.3.3J 5(81) 

 

パッケージ ピッチ(mm) サイズ(mm) GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

LQ144X 0.5 20 x 20 - - 114（28） - - 

LQ176 0.4 20 x 20 - - - - 148（37） 

MG100 0.5 5 x 5 - - - - 88（25） 

MG100T 0.5 5 x 5 - - - - 88（17） 

MG121 0.5 6 x 6 - - 101（28） - - 

MG121X 0.5 6 x 6 - - 101（28） - - 

MG132 0.5 8 x 8 - - 105（29） - - 

MG132H 0.5 8 x 8 - - 95（29） - - 

MG132X 0.5 8 x 8 - - 105 (29) 106（23） - 

MG160 0.5 8 x 8 - - - 132（25） 132（38） 

MG196 0.5 8 x 8 - - - - 114（35） 

MG49 0.5 3.8 x 3.8 - - 42（11） - - 

PG256 1.0 17 x 17 - - - 208（32） 208（36） 

PG256M 1.0 17 x 17 - - - 208（32） - 

QN32 0.5 5 x 5 - - 22（1） 24（3） - 

QN32X 0.5 5 x 5 - - 22（1） - - 

QN48 0.4 6 x 6 - - 41（12） 41（9） 41（12） 

QN48F 0.4 6 x 6 - - - - 40（11） 

QN48H 0.4 6 x 6 - - 31（8） - - 

QN48X 0.5 7 x 7 - 40（10） - - - 

QN48XF 0.5 7 x 7 - 40（11） - - - 

QN60 0.35 6 x 6 - - - - 45（11） 

QN88 0.4 10 x 10 - - 58（17） 71（11） 71（19） 

UG169 0.8 11 x 11 - - - 130（27） 130（38） 

UG256 0.8 14 x 14 - - - - 208（36） 
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パッケージ ピッチ(mm) サイズ(mm) GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

UG332 0.8 17 x 17 - - - - 274（43） 

 

注記： 

 JTAGSEL_Nと JTAGピン（TCK、TMS、TDI、TDO）を同時に GPIOとして多重

化する場合、JTAGSEL_Nが Low（入力および出力を含む）になると、JTAGピン

が強制的に専用のコンフィギュレーション IOに戻される点に注意してください。

ただし、mode[2:0] = 001の場合（入力および出力を含む）は、この影響を受けませ

ん。 

 このマニュアルでは、パッケージタイプを表すために略語が使用されています。詳

細については、4.1デバイス・オーダー・コードを参照してください。 

 [1] GW1N-1 CS30は SSPIコンフィギュレーションモードのみをサポートします。 

 [2] GW1N-2 LQ144Fは EOLパッケージです。 
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表 1-3各パケージでサポートされるコンフィギュレーションモード(GW1N-1P5、
GW1N-2) 

デバイス パッケージ Mode[2:0] 
コンフィギュレ

ーションモード 
備考 

GW1N-2[1] 

QN32 

CS42 

LQ100 

LQ144 

LQ144F 

MG121 

MG132 

000 
JTAG 
Autoboot 

– 

LQ100X 

LQ144X 

MG121X 

MG132X 

MG49 

QN32X 

CS42H 

100 

JTAG 

I2C 

Autoboot 

I2Cモードをサポートする

には、SDAおよび SCLピ

ンを外部で Highにプルア

ップしたままにする必要が

あります。Mode[2,0] = 100

の場合に Autobootモード

を使用するには、SDAピン

を外部で Highにプルアッ

プしたままにする必要があ

ります。 

QN48 

QN48H 
00X 

JTAG 

Autoboot 

SSPI 

– 

MG132H 

CS100H 

X0X 

 

JTAG 

I2C 

Autoboot 

SSPI 

I2Cモードをサポートする

には、SDAおよび SCLピ

ンを外部で Highにプルア

ップしたままにする必要が

あります。Mode[2,0] = 100

の場合に Autobootモード

を使用するには、SDAピン

を外部で Highにプルアッ

プしたままにする必要があ

ります。 

QN88 XXX 

JTAG 

I2C 

Autoboot 

SSPI 

MSPI 

DUAL BOOT 

SERIAL 

CPU 

– 
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デバイス パッケージ Mode[2:0] 
コンフィギュレ

ーションモード 
備考 

GW1N-1P5 

LQ100X 

QN48X 
100 

JTAG 

I2C 

Autoboot 

I2Cモードをサポートする

には、SDAおよび SCLピ

ンを外部で Highにプルア

ップしたままにする必要が

あります。Mode[2,0] = 100

の場合に Autobootモード

を使用するには、SDAピン

を外部で Highにプルアッ

プしたままにする必要があ

ります。 

LQ100 

QN48XF 
000 

JTAG 
Autoboot 

– 

注記： 

[1] GW1N-2デバイスの場合、MODE[2]の値が 1に固定されている場合、その読み込み周

波数は 2.5MHzのみになります。 
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2アーキテクチャ 

2.1 アーキテクチャの概要 
図 2-1 GW1Nシリーズ FPGAデバイス(GW1N-9)の構造 

Top IO

L
e

ft IO

CFU

Bottom IO

R
ig

h
t IO

Block SRAM

CFU

PLL

IOB

IOB

DSP

IOB

CLU

DSP

CFU

Flash

IOB

IOB

IOB

IOB

IOB

IOB

OSC

PLL Flash

CFU

CFU

CFU CFU CFU CFU

Block SRAM

CLU CLU CLU CLU OSC

CFU CFU CFU

CFU CFU CFU CFU CFU

CFU CFU

 



2アーキテクチャ 2.1 アーキテクチャの概要 

 

DS100-3.3.3J 10(81) 

 

図 2-2 GW1Nシリーズ FPGAデバイス(GW1N-4)の構造 
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図 2-3 GW1Nシリーズ FPGAデバイス(GW1N-1)の構造 
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図 2-4 GW1Nシリーズ FPGAデバイス(GW1N-2)の構造 
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図 2-1~図 2-3に示すように、GW1Nデバイスのコアは、IOブロック

(IOB)に囲まれた論理ブロックの配列です。デバイスには、BSRAM、

DSP、PLL、オンチップオシレータ、及びインスタントオン機能対応

Flashが組み込まれています。図 2-4に示すように、GW1N-2デバイスに

は、GW1Nシリーズのほかのデバイスをもとに、MIPI D-PHY RXハード

コアが組み込まれています。内部リソース数の詳細については、表 1-1を

参照してください。 

GW1Nシリーズ FPGA製品の基本的な構成要素は、コンフィギャラブ

ル機能ユニット(CFU)および/またはコンフィギャラブル論理ユニット

(CLU)です。デバイス内で行と列のマトリックスに配置されており、その

行数と列数はデバイスの容量によって異なります。詳細については、2.2

コンフィギャラブル機能ユニットを参照してください。 

GW1Nシリーズ FPGA製品の I/Oリソースは、Bank単位でデバイスの

周辺に配置されています。I/Oリソースは複数の規格に対応し、ベーシッ

クモード、SDRモード、および汎用 DDRモードをサポートします。詳細

については、2.3入出力ブロックを参照してください。 

GW1Nシリーズ FPGA製品の BSRAMは、デバイスの内部で行に配列

されています。BSRAMは、複数の構成モードと動作モードをサポート

し、1 BSRAMの容量は 18Kビットです。詳細については、2.4 BSRAM

を参照してください。 

GW1Nシリーズ FPGA 製品の GW1N-1/1P5/2、GW1N-4、および

GW1N-9には、それぞれ 1Mビット、2Mビット、および 4Mビットの

Flashリソースが組み込まれています。これらの Flashリソースには、コ

ンフィギュレーション Flashリソースと User Flashリソースが含まれま

す。コンフィギュレーション Flashリソースは、オンチップ Flashプログ

ラミングに使用され、詳細については、2.12プログラミング・コンフィ

ギュレーションを参照してください。User Flashリソースはユーザーデ
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ータのストレージに使用され、詳細については、2.5 User Flash(GW1N-

1)および 2.6 User Flash(GW1N-1P5/2/4/9)を参照してください。 

GW1N-4と GW1N-9には、DSPリソースが組み込まれています。各

DSPブロックには 2つのマクロセルがあり、各マクロセルには 2つの前

置加算器(pre-adder)、2つの 18ビット乗算器(multiplier)、及び 1つの 3

入力算術論理演算装置(ALU54)があります。詳細については、2.7 DSPリ

ソースを参照してください。 

注記： 

GW1N-1、GW1N-2は現在のところ、DSPをサポートしません。 

GW1Nシリーズ FPGA製品には、PLLリソースがあります。PLLモジ

ュールは、合成可能なクロック周波数を提供しており、パラメータを設定

することで、クロックの周波数調整(逓倍及び分周)、位相調整、デューテ

ィサイクル調整等の機能を実現できます。さらに、コンフィギャラブルな

オンチップオシレータが組み込まれており、詳しくは、2.9クロック、

2.13オンチップオシレータを参照してください。 

GW1N-2デバイスは、ハード MIPI D-PHY RXコアを備えており、詳し

くは、2.8 MIPI D-PHYを参照してください。 

また、FPGAデバイスには、FPGA内部のすべてのリソースを接続す

る、豊富なコンフィギャラブル配線ユニット(CRU、Configurable Routing 

Unit)があります。コンフィギャラブル機能ユニット(CFU)と IOB内部に

は、CFU内部リソースと IOB内部のロジックリソースを接続する配線リ

ソースが分布しています。配線リソースは、GOWINセミコンダクターの

Gowinソフトウェアによって自動的に生成されます。また、GW1Nシリ

ーズ FPGA製品は、豊富な専用クロックリソース、ロングワイヤ・リソ

ース、グローバルセット/リセット、およびプログラミングオプション等

も提供しています。詳細については、2.9クロック、2.10ロングワイヤ、

2.11グローバルセット/リセットを参照してください。 

2.2 コンフィギャラブル機能ユニット 

コンフィギャラブル機能ユニット(CFU)とコンフィギャラブル論理ユニ

ット(CLU)は、Gowin FPGA製品のコアを構成する 2つの基本構成要素で

す。各基本構成要素は、4つのコンフィギャラブル論理セクション(CLS)

と対応するコンフィギャラブル配線ユニット(CRU)で構成されます。その

中で、3つの CLSにはそれぞれ 2つの 4入力ルックアップテーブル(LUT)

と 2つのレジスタ(REG)が含まれ、もう 1つの CLSには 2つの 4入力

LUTのみが含まれます(図 2-5)。 

CLU内の CLSは、LUT、ALU、および ROMとして構成することがで

き、SRAMとして構成することはできません。CFU内の CLSは、アプリ

ケーションシナリオに応じて、LUT、ALU、SRAM、および ROMとして

構成することができます。 

CFUの詳細については、『Gowinコンフィギャラブル機能ユニット
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(CFU)ユーザーガイド(UG288)』を参照してください 

図 2-5 CFU構造の説明図 
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注記： 

 SREGを実装するには専用のパッチが必要です。詳細は、Gowinのテクニカル・サ

ポートにお問い合わせください。 

 現在、GW1N-1P5デバイスと GW1N-2デバイスのみが CLS3の REGをサポートし

ており、CLS3と CLS2の CLK/CE/SR信号は同じソースを共有します。 

2.3 入出力ブロック 

GW1Nシリーズ FPGA製品の IOBには、主に I/O Buffer、I/Oロジッ

ク、及び対応する配線リソースが備わっています。図 2-6に示すよう

に、各 IOBには、差動ペアまたは 2つのシングルエンド入出力として使

用できる、2本のピン(A及び B)があります。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG288J.pdf
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図 2-6 IOB構造の説明図 
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GW1Nシリーズ FPGA製品における IOBの特徴： 

 Bank毎に供給される VCCIO。 

 LVCMOS、PCI、LVTTL、LVDS、SSTL、及び HSTL等複数の規格を

サポート。 

 入力信号のヒステリシスオプションを提供。 

 出力信号のドライブ強度オプションを提供。 

 各 I/Oに独立した Bus Keeper、プルアップ/プルダウン抵抗、および

Open Drain出力オプションを提供。 

 ホットプラグをサポート。 

 I/Oロジックはベーシックモード、SDRモード、及び DDRモード等

のモードをサポート。 

注記： 

 GW1Nシリーズ FPGA製品の GPIOは MIPI IOタイプによる MIPI転送をサポート

し、詳しくは表 2-9を参照してください。 

 GW1N-1が True LVDS出力をサポートしません。 

 2.3.1~ 2.3.4では、I/O規格、True LVDS設計、I/Oロジック、I/Oロジックの動作モ

ードなどを説明しています。I/Oブロックの詳細については、『Gowinプログラマブ

ル汎用 IO(GPIO)ユーザーガイド(UG289)』を参照してください。 

2.3.1 I/O規格 

GW1Nシリーズ FPGA製品の各 Bankには、個別に電源を供給できる

独立した I/O電源 VCCIOがあります。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG289J.pdf
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SSTL、HSTLなどの入力規格をサポートするために、各 Bankには 1

つの独立したリファレンス電圧(VREF)があります。ユーザーは Bank内部

のリファレンス電圧(0.5*VCCIOに相当)を使用するか、外部のリファレンス

電圧(Bank内の何れか 1つの I/Oピンを外部 VREF入力として使用)を使用

できます。 

GW1N-1/4には、4つの I/O Bankがあります(図 2-7)。 

図 2-7 GW1N-1/4の I/O Bankの配置図 
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GW1N-1P5には、6つの I/O Bankがあります(図 2-8)。 

図 2-8 GW1N-1P5の I/O Bankの配置図 
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GW1N-2デバイスには通常 6つの I/O Bankがあります。ただし、

CS42、QN48H、MG132H、QN88、CS42H、および CS100Hパッケージ

の場合は 7つの Bankがあり、そのうち Bank6[1]は MIPI D-PHY RX用の

MIPI専用 Bankです(図 2-9)。 

注記： 

[1] MIPI機能を使用しない場合は、Bank6のピンをフローティングのままにすることがで

きます。また、Bank6は、MIPIロジックをバイパスすることにより、差動入力(コモン

モード電圧≤0.5V)として使用することもできます。 
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図 2-9 GW1N-2の I/O Bankの配置図 
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GW1N-9には、4つの I/O Bankがあります(図 2-10)。 

図 2-10 GW1N-9の I/O Bankの配置図 
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GW1Nシリーズ FPGA製品は、LV及び UVの 2つのバージョンがあり

ます。 

LVバージョンのデバイスは 1.2Vの VCCをサポートするため、低消費電

力を実現できます。VCCIOは、必要に応じて 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、ま

たは 3.3Vに設定できます。 

UVバージョンのデバイスは、単一電源による電力供給をサポートしま

す。UVバージョンのデバイスは、リニアレギュレータを内蔵し、1.8V、

2.5V、または 3.3Vのコア電圧をサポートします。 

2.5Vまたは 3.3Vの VCCXをサポートしています。 

GW1Nシリーズ FPGA製品の GPIOは MIPI IOタイプをサポートして

おり、詳しくは表 2-9を参照してください。 

注記： 
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 コンフィギュレーション中、デバイスのすべての GPIOは内部の弱いプルアップで

ハイインピーダンスの状態であり、コンフィギュレーション後、I/Oの状態はユー

ザーデザインおよび制約によって決定されます。コンフィギュレーション関連 I/O

の状態はコンフィギュレーションモードにより異なります。 

 各バージョンのデバイスの推奨動作電圧については、3.1動作条件を参照してくだ

さい。 

 GW1N-2/GW1N-1P5デバイスの Bank0/Bank3/Bank4/Bank5 I/Oが MIPI出力として

使用される場合、1.2Vの VCCIO0/VCCIO3/VCCIO4/VCCIO5が必要です。 

 GW1N-2/GW1N-1P5デバイスの Bank2 I/Oが MIPI入力として使用される場合、

1.2Vの VCCIO2が必要です。 

 GW1N-9デバイスの Bank0 I/Oが MIPI入力として使用される場合、1.2Vの VCCIO0

が必要です。 

 GW1N-9デバイスの Bank2 I/Oが MIPI出力として使用される場合、1.2Vの VCCIO2

が必要です。 

 GW1N-9デバイスの Bank0、Bank1、Bank3の I/O電源供給の制限(Cバージョンの

GW1N-9デバイスには、これらの電源制限はありません)： 

- VCCIO0が 1.8V以上の場合、VCCIO1と VCCIO3は 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V

をサポート。 

- VCCIO0が 1.5Vの場合、VCCIO1と VCCIO3は 1.2V、1.5V、1.8V、2.5Vをサポー

ト。 

- VCCIO0が 1.2Vの場合、VCCIO1と VCCIO3は 1.2V、1.5V、1.8Vをサポート。 

各 I/O入出力規格の VCCIO要件は、表 2-1および表 2-2に示す通りで

す。 

表 2-1 GW1Nシリーズ FPGA製品でサポートされる出力 I/Oタイプ及び一部のオプ

ション 

I/Oタイプ(出力) 
シングルエンド

/差動 
Bank VCCIO(V) ドライブ強度(mA) アプリケーション 

MIPI[1] 差動(TLVDS) 1.2 3.5 

モバイル産業用プロ

セッサーインターフ

ェース 

LVDS25[2] 差動(TLVDS) 2.5/3.3 

2.5/3.5/4.5/6(GW1N-

1P5/2)、 

1.25/2/2.5/3.5(GW1N-
4/9) 

ポイントツーポイン

トの高速データ転送 

RSDS[2] 差動(TLVDS) 2.5/3.3 

2.5(GW1N-1P5/2)、 

1.25/2/2.5/3.5(GW1N-

4)、 

2(GW1N-9) 

ポイントツーポイン

トの高速データ転送 

MINILVDS[2] 差動(TLVDS) 2.5/3.3 

2.5(GW1N-1P5/2)、 

1.25/2/2.5/3.5(GW1N-

4)、 

2(GW1N-9) 

LCDタイミングド

ライバーと列ドライ

バーのインターフェ

ース 
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I/Oタイプ(出力) 
シングルエンド

/差動 
Bank VCCIO(V) ドライブ強度(mA) アプリケーション 

PPLVDS[2] 差動(TLVDS) 2.5/3.3 

3.5(GW1N-

1P5/2/9)、 

1.25/2/2.5/3.5(GW1N-
4) 

LCD行/列ドライバ

ー 

LVDS25E 差動 2.5 8 
ポイントツーポイン

トの高速データ転送 

BLVDS25E 差動 2.5 16 
マルチポイント高速

データ転送 

MLVDS25E 差動 2.5 16 

LCDタイミングド

ライバーと列ドライ

バーのインターフェ

ース 

RSDS25E 差動 2.5 8 
ポイントツーポイン

トの高速データ転送 

LVPECL33E 差動 3.3 16 
汎用インターフェー

ス 

HSTL18D_I 差動 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL18D_II 差動 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL15D_I 差動 1.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL15D 差動 1.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL18D_I 差動 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL18D_II 差動 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL25D_I 差動 2.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL25D_II 差動 2.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL33D_I 差動 3.3 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL33D_II 差動 3.3 8 
メモリインターフェ

ース 

LVCMOS12D 差動 1.2 4/8 
汎用インターフェー

ス 
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I/Oタイプ(出力) 
シングルエンド

/差動 
Bank VCCIO(V) ドライブ強度(mA) アプリケーション 

LVCMOS15D 差動 1.5 4/8 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS18D 差動 1.8 4/8/12 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS25D 差動 2.5 4/8/12/16 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS33D 差動 3.3 

4/8/12/16(GW1N-

1P5/2)、 

4/8/12/16/24(GW1N-
1/4/9) 

汎用インターフェー

ス 

HSTL15_I シングルエンド 1.5 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL18_I シングルエンド 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL18_II シングルエンド 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL15 シングルエンド 1.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL18_I シングルエンド 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL18_II シングルエンド 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL25_I シングルエンド 2.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL25_II シングルエンド 2.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL33_I シングルエンド 3.3 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL33_II シングルエンド 3.3 8 
メモリインターフェ

ース 

LVCMOS12 シングルエンド 1.2 
2/6(GW1N-1P5/2)、 

4/8(GW1N-1/4/9) 

汎用インターフェー

ス 

LVCMOS15 シングルエンド 1.5 4/8 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS18 シングルエンド 1.8 4/8/12 
汎用インターフェー

ス 
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I/Oタイプ(出力) 
シングルエンド

/差動 
Bank VCCIO(V) ドライブ強度(mA) アプリケーション 

LVCMOS25 シングルエンド 2.5 4/8/12/16 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS33/ 
LVTTL33 

シングルエンド 3.3 

4/8/12/16(GW1N-

1P5/2)、 

4/8/12/16/24(GW1N-
1/4/9) 

汎用インターフェー

ス 

PCI33 シングルエンド 3.3 4/8 
PCと組み込みシス

テム 

注記： 

 [1] GW1N-2/GW1N-1P5デバイスの Bank0/Bank3/Bank4/Bank5および GW1N-9デ

バイスの Bank2が MIPI I/O出力をサポートします。 

 [2] GW1N-1デバイスはこの I/O規格をサポートしていません。 

 [3] GW1N-1P5デバイスと GW1N-2デバイスは 24mAをサポートしていません。 

 [4] GW1N-1P5/2は 2mA/6mAをサポートし、GW1N-1/4/9は 4mA/8mAをサポート

します。 

表 2-2 GW1Nシリーズ FPGA製品でサポートされる入力 I/Oタイプ及び一部のオプ

ション 

I/Oタイプ(入力) 
シングルエンド/差

動 
Bank VCCIO(V) 

HYSTERESIS (ヒス

テリシスオプション

をサポートするか) 

VREFが必要

か 

MIPI[1] 差動(TLVDS) 1.2 No No 

LVDS25 差動(TLVDS) 2.5/3.3 No No 

RSDS 差動(TLVDS) 2.5/3.3 No No 

MINILVDS 差動(TLVDS) 2.5/3.3 No No 

PPLVDS 差動(TLVDS) 2.5/3.3 No No 

LVDS25E 差動 2.5/3.3 No No 

BLVDS25E 差動 2.5/3.3 No No 

MLVDS25E 差動 2.5/3.3 No No 

RSDS25E 差動 2.5/3.3 No No 

LVPECL33E 差動 3.3 No No 

HSTL18D_I 差動 1.8 No No 

HSTL18D_II 差動 1.8 No No 
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I/Oタイプ(入力) 
シングルエンド/差

動 
Bank VCCIO(V) 

HYSTERESIS (ヒス

テリシスオプション

をサポートするか) 

VREFが必要

か 

HSTL15D_I 差動 1.5 No No 

SSTL15D 差動 1.5 No No 

SSTL18D_I 差動 1.8 No No 

SSTL18D_II 差動 1.8 No No 

SSTL25D_I 差動 2.5 No No 

SSTL25D_II 差動 2.5 No No 

SSTL33D_I 差動 3.3 No No 

SSTL33D_II 差動 3.3 No No 

LVCMOS12D 差動 1.2 No No 

LVCMOS15D 差動 1.5 No No 

LVCMOS18D 差動 1.8 No No 

LVCMOS25D 差動 2.5 No No 

LVCMOS33D 差動 3.3 No No 

HSTL15_I シングルエンド 1.5 No Yes 

HSTL18_I シングルエンド 1.8 No Yes 

HSTL18_II シングルエンド 1.8 No Yes 

SSTL15 シングルエンド 1.5 No Yes 

SSTL18_I シングルエンド 1.8 No Yes 

SSTL18_II シングルエンド 1.8 No Yes 

SSTL25_I シングルエンド 2.5 No Yes 

SSTL25_II シングルエンド 2.5 No Yes 

SSTL33_I シングルエンド 3.3 No Yes 

SSTL33_II シングルエンド 3.3 No Yes 

LVCMOS12[2] シングルエンド 1.2 Yes No 
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I/Oタイプ(入力) 
シングルエンド/差

動 
Bank VCCIO(V) 

HYSTERESIS (ヒス

テリシスオプション

をサポートするか) 

VREFが必要

か 

LVCMOS12UD15[2],[3] シングルエンド 1.5 No No 

LVCMOS12UD18[2],[3] シングルエンド 1.8 No No 

LVCMOS12UD25[2],[3] シングルエンド 2.5 No No 

LVCMOS12UD33[2],[3] シングルエンド 3.3 No No 

LVCMOS15OD12[2],[3] シングルエンド 1.2 No No 

LVCMOS15[2] シングルエンド 1.5 Yes No 

LVCMOS15UD18[2],[3] シングルエンド 1.8 No No 

LVCMOS15UD25[2],[3] シングルエンド 2.5 No No 

LVCMOS15UD33[2],[3] シングルエンド 3.3 No No 

LVCMOS18OD15[2],[3] シングルエンド 1.5 No No 

LVCMOS18[2] シングルエンド 1.8 Yes No 

LVCMOS18UD25[2],[3] シングルエンド 2.5 No No 

LVCMOS18UD33[2],[3] シングルエンド 3.3 No No 

LVCMOS25OD15[2],[3] シングルエンド 1.5 No No 

LVCMOS25OD18[2],[3] シングルエンド 1.8 No No 

LVCMOS25[2] シングルエンド 2.5 Yes No 

LVCMOS25UD33[2],[3] シングルエンド 3.3 No No 

LVCMOS33OD15[2],[3] シングルエンド 1.5 No No 

LVCMOS33OD18[2],[3] シングルエンド 1.8 No No 

LVCMOS33OD25[2],[3] シングルエンド 2.5 No No 

LVCMOS33[2] シングルエンド 3.3 Yes No 

LVTTL33 シングルエンド 3.3 Yes No 

PCI33 シングルエンド 3.3 Yes No 

注記： 
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 [1] GW1N-2/GW1N-1P5デバイスの Bank2、GW1N-2デバイスの Bank6(ハードコ

ア)、GW1N-9デバイスの Bank0が MIPI I/O入力をサポートします。 

 [2] LVCMOS12規格は、LVCMOS12、LVCMOS12UD15、LVCMOS12UD18、

LVCMOS12UD25、LVCMOS12UD33などの異なる VCCIOをサポートする I/Oタイプ

で実装できます。LVCMOS15/LVCMOS18/LVCMOS25/LVCMOS33規格についても

同様です。 

 [3] OD=over drive, UD=under drive。OD/UDタイプを使用する場合は、対応する IO

の Pull Modeを NONEに、PCI Clampを OFFに設定する必要があります。 

2.3.2 True LVDS設計 

GW1N-1を除く GW1Nシリーズ FPGA製品は True LVDS出力をサポ

ートします。また、GW1Nシリーズ FPGA製品は、LVDS25E、

MLVDS25E、および BLVDS25Eなどの規格をサポートします。 

True LVDSの詳細については、『GW1N-1P5デバイス

Pinout(UG174)』、『GW1N-2デバイス Pinout(UG171)』、『GW1N-4デバイ

ス Pinout(UG105)』、および『GW1N-9デバイス Pinout(UG114)』を参照

してください。 

LVDSの入力 I/Oには、100Ωの終端抵抗が必要です。そのリファレン

スデザインは、図 2-11に示す通りです。GW1Nシリーズ FPGA製品の特

定の Bankは、プログラマブルなオンチップ 100Ω入力差動終端抵抗をサ

ポートし、詳しくは『Gowinプログラマブル汎用 IO(GPIO)ユーザーガイ

ド(UG289)』を参照してください。 

図 2-11 True LVDS設計のブロック図 
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Input Buffer Output Buffer
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50Ω
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LVDS25E、MLVDS25E、BLVDS25E等の差動 I/O終端抵抗については、

『Gowinプログラマブル汎用 IO(GPIO)ユーザーガイド(UG289)』を参照

してください。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG174J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG171J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG105J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG114J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG289J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG289J.pdf
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2.3.3 I/Oロジック 

図 2-12は、GW1Nシリーズ FPGA製品の I/Oロジックの入力と出力で

す。 

図 2-12 I/Oロジックの入力と出力の説明図 

TRIREG

SER

OREG

GND

IODELAY

TX

D

IREG

IEMIDES
Rate 
Sel

CI

DI

Q

Q0-Qn-1

 

 



2アーキテクチャ 2.3 入出力ブロック 

 

DS100-3.3.3J 25(81) 

 

表 2-3ポートの説明 

ポート名 I/O 説明 

CI[1] 入力 

GCLK入力信号。 

各パッケージの GCLK入力信号の数につ

いては、『GW1N-1デバイス

Pinout(UG107)』、『GW1N-1P5デバイス

Pinout(UG174)』、『GW1N-2デバイス

Pinout(UG171)』、『GW1N-4デバイス

Pinout(UG105)』、および『GW1N-9デバ

イス Pinout(UG114)』を参照してくだで

はさい。 

DI 入力 
IOポートの低速入力信号。Fabricに直接

入力されます。 

Q 入力 SDRモジュールの IREG出力信号。 

Q0-Qn-1 入力 DDRモジュールの IDES出力信号。 

注記： 

[1] CIを GCLK入力として使用する場合、DI、Q、および Q0-Qn-1を IO入出力として使用

することはできません。 

GW1Nシリーズ FPGA製品の I/Oロジックの各コンポーネントの説明

は以下の通りです： 

遅延モジュール 

図 2-13は遅延モジュール(IODELAY)です。GW1Nシリーズ FPGA製品

の各 I/Oには IODELAYモジュールが含まれており、ユーザーはこのモジ

ュールを使用して I/Oの入出力信号の遅延を調整することができます。ス

テップあたりの遅延時間は Tdlyunit、提供できるステップ数は DLYSTEPで

す。IODELAYの総遅延時間は、Ttotdly = Tdlyoffset + Tdlyunit * DLYSTEPであ

り、表 2-4を参照してください。 

表 2-4 IODELAYの総遅延時間（参考） 

 Min. Typ. Max. 

Tdlyoffset 450ps 500ps 550ps 

Tdlyunit - 30ps - 

DLYSTEP 0 - 127 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG107J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG174J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG171J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG105J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG114J.pdf
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図 2-13 IODELAYの説明図 
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遅延を制御する 2つの方法： 

 静的制御。 

 動的制御。IODELAYを入力と出力に同時に使用することはできませ

ん。 

I/Oレジスタ 

図 2-14は、GW1Nシリーズ FPGA製品の I/Oレジスタモジュールで

す。GW1Nシリーズ FPGA製品の各 I/Oには、プログラマブルな入力レ

ジスタ(IREG)、出力レジスタ(OREG)、およびトライステートレジスタ

(TRIREG)があります。 

図 2-14 GW1Nの I/Oレジスタの説明図 

D            Q

CE

 CLK

SR
 

注記： 

 CEは、アクティブ Low(0：enable)またはアクティブ High(1：enable)にプログラム

できます。 

 CLKは立ち上がりエッジトリガまたは立ち下がりエッジトリガにプログラムできま

す。 

 SRは同期/非同期の SET/RESETまたは無効(disable)にプログラムできます。 

 レジスタは、レジスタ(register)またはラッチ(latch)にプログラムできます。 

デシリアライザ(DES)モジュール 

各入力 I/Oロジックには、I/Oリソースのアプリケーションシナリオを

豊かにするシンプルなデシリアライザ(DES)モジュールが備わっていま

す。 
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シリアライザ(SER)モジュール 

各出力 I/Oロジックには、I/Oリソースのアプリケーションシナリオを

豊かにするシンプルなシリアライザ(SER)モジュールが備わっています。 

2.3.4 I/Oロジックの動作モード 

GW1Nシリーズ FPGA製品の I/Oロジックは、複数の動作モードをサ

ポートします。各動作モードでは、I/O(または I/O差動信号ペア)は出力信

号、入力信号、INOUT信号、及びトライステート出力信号(トライステー

ト制御付きの出力信号)に設定できます。 

GW1N-9の場合、すべてのピンが I/Oロジックをサポートします。

GW1N-1の場合、ピン IOL6(A,B,C….J)と IOR6(A,B,C….J)を除くすべて

のピンが I/Oロジックをサポートします。GW1N-4の場合、ピン

IOL10(A,B,C….J)と IOR10(A,B,C….J)を除くすべてのピンが I/Oロジック

をサポートします。GW1N-1P5/2の場合、IOT2(A、B)と IOT3Aを除くす

べてのピンが I/Oロジックをサポートします。 

2.4 BSRAM 

2.4.1 概要 

GW1Nシリーズ FPGA製品は、豊富な BSRAMリソースを提供してい

ます。これらのメモリリソースは、FPGAアレイで行として配置されてい

るため、ブロック・スタティック RAM(BSRAM)と呼ばれています。各

BSRAMの最大容量は 18,432ビット(18Kビット)です。4つの構成モード

(シングル・ポート、デュアル・ポート、セミ・デュアル・ポート、ROM)

が提供されます。 

豊富な BSRAMリソースにより、ユーザーの高性能設計が可能になり

ます。BSRAMの機能は下記のとおりです： 

 1モジュールの最大容量は 18,432ビット 

 クロック周波数は 190MHz 

 シングル・ポート・モード(Single Port) 

 デュアル・ポート・モード(Dual Port) 

 セミ・デュアル・ポート・モード(Semi Dual Port) 

 パリティビット(Parity Bits)提供 

 ROMモード提供 

 データ幅は 1～36ビット 

 混合クロックモード(Mixed Clock Mode) 

 混合データ幅モード(Mixed Data Width Mode) 

 データ幅が 2バイト以上の場合におけるバイトイネーブル機能(Byte 

Enable)をサポート 

 通常の読み出し書き込み(Normal Read and Write) 



2アーキテクチャ 2.4 BSRAM 

 

DS100-3.3.3J 28(81) 

 

 リードビフォーライト(Read-before-write) 

 ライトスルー(Write-through) 

2.4.2 BSRAMの構成モード 

GW1Nシリーズ FPGA製品の BSRAMは、表 2-5に示す通り、複数の

データ幅をサポートします。 

表 2-5 BSRAMの構成モード一覧[3] 

シングル・ポ

ート・モード 

デュアル・ポー

ト・モード[1] 

セミ・デュアル・

ポート・モード 
ROMモード[2] 

16K x 1 16K x 1 16K x 1 16K x 1 

8K x 2 8K x 2 8K x 2 8K x 2 

4K x 4 4K x 4 4K x 4 4K x 4 

2K x 8 2K x 8 2K x 8 2K x 8 

1K x 16 1K x 16 1K x 16 1K x 16 

512 x 32 - 512 x 32 512 x 32 

2K x 9 2K x 9 2K x 9 2K x 9 

1K x 18 1K x 18 1K x 18 1K x 18 

512 x 36 - 512 x 36 512 x 36 

注記： 

 [1] GW1N-9デバイスのうち、デュアル・ポート・モードをサポートしているのは C

バージョンの GW1N-9のみです。 

 [2] GW1N-4デバイスのうち、ROMモードをサポートしているのは Dバージョンの

GW1N-4のみです。 

 [3] Cバージョンの GW1N-9の BSRAMは、データ幅 1ビットおよび 2ビットをサポ

ートしていません。 

シングル・ポート・モード 

シングル・ポート BSRAMは、2つの読み出しモード(Bypassモードと

Pipelineモード)と 3つの書き込みモード(Normalモード、Write-Through

モード、Read-before-Writeモード)をサポートします。シングル・ポー

ト・モードでは、クロックエッジで BSRAMに対して読み出しまたは書

き込みを行うことができます。書き込み中、データは BSRAMの出力に

転送されます。出力レジスタがバイパスされると、新しいデータは、同じ

クロックの立ち上がりエッジで現れます。 

シングル・ポート・モードの詳細については、『Gowin BSRAM & 

SSRAMユーザーガイド(UG285)』を参照してください。 

デュアル・ポート・モード 

デュアル・ポート BSRAMは、2つの読み出しモード(Bypassモードと

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG285J.pdf
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Pipelineモード)と 2つの書き込みモード(NormalモードとWrite-Through

モード)をサポートします。2つのポートに対して以下の操作を行うこと

ができます： 

 2つのポートに対する同時読み出し 

 2つのポートに対する同時書き込み 

 任意の 1つのポートに対する読み出しおよび書き込み 

注記： 

同じアドレスに対する同時の読み出しと書き込みは禁止されています。 

デュアル・ポート・モードの詳細については、『Gowin BSRAM & 

SSRAMユーザーガイド(UG285)』を参照してください。 

セミ・デュアル・ポート・モード 

セミ・デュアル・ポート BSRAMは、2つの読み出しモード(Bypassモ

ードと Pipelineモード)と 1つの書き込みモード(Normalモード)をサポー

トします。セミ・デュアル・ポート BSRAMは、同時読み出しと書き込

みをサポートします。ただし、同じポートによる読み出しと書き込みはサ

ポートされておらず、つまり、ポート Aは書き込み専用で、ポート Bは

読み出し専用です。 

注記： 

同じアドレスに対する同時の読み出しと書き込みは禁止されています。 

セミ・デュアル・ポート・モードの詳細については、『Gowin BSRAM 

& SSRAMユーザーガイド(UG285)』を参照してください。 

ROMモード 

BSRAMは、ROMモードに構成可能です。ユーザーは、メモリの初期

化ファイルを使用することで、プログラミングポートを介して ROMを初

期化することができます。ユーザーは、初期化ファイルに書き込まれる、

ROMのコンテンツを提供する必要があります。初期化は、FPGAのコン

フィギュレーション際に実行されます。 

各 BSRAMは 16Kビットの ROMとして構成できます。ROMモードの

詳細については、『Gowin BSRAM & SSRAMユーザーガイド(UG285)』を

参照してください。 

2.4.3 混合データ幅 

GW1Nシリーズ FPGA製品の BSRAMモジュールは、混合データ幅の

読み出しと書き込みをサポートします。デュアル・ポート・モードとセ

ミ・デュアル・ポート・モードでは、表 2-6と表 2-7に示すように、異な

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG285J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG285J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG285J.pdf
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るデータ幅の読み出しと書き込みがサポートされています。 

表 2-6デュアル・ポートの場合の混合読み出し書き込みデータ幅[1],[2] 

読み出

しポー

ト 

書き込みポート 

16K x 1 8K x 2 4K x 4 2K x 8 1K x 16 2K x 9 1K x 18 

16K x 1 * * * * *   

8K x 2 * * * * *   

4K x 4 * * * * *   

2K x 8 * * * * *   

1K x 16 * * * * *   

2K x 9      * * 

1K x 18      * * 

注記： 

 [1] GW1N-9デバイスのうち、デュアル・ポート・モードをサポートしているのは C

バージョンの GW1N-9のみです。 

 [2]「*」はサポートされる組み合わせを示します。 

表 2-7セミ・デュアル・ポートの場合の混合読み出し/書き込みデータ幅 

読み出し

ポート 

書き込みポート 

16K x 1 8K x 2 4K x 4 2K x 8 1K x 16 512 x 32 2K x 9 1K x 18 512 x 36 

16K x 1 * * * * * *    

8K x 2 * * * * * *    

4K x 4 * * * * * *    

2K x 8 * * * * * *    

1K x 16 * * * * * *    

512x32 * * * * * *    

2K x 9       * * * 

1K x 18       * * * 

注記： 

「*」はサポートされる組み合わせを示します。 

2.4.4 バイトイネーブル機能 

BSRAMはバイトイネーブル(byte-enable)機能をサポートします。入力

データをマスクし、選択されたバイトのみを書き込むことができます。マ

スクされたビットは保持されます。読み出し/書き込みイネーブル信号

(WREA,WREB)及び byte-enableパラメータオプションは、BSRAMの書

き込みの制御に使用されます。 
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注記： 

バイトイネーブル機能は、GW1Nシリーズのうち GW1N-1P5、GW1N-1P5B、GW1N-

1P5C、GW1N-2、GW1N-2B、GW1N-2C、および GW1N-4Dでのみサポートされま

す。 

2.4.5 パリティビット機能 

BSRAMはパリティビット機能をサポートします。各バイトの 9番目の

ビットは、パリティビットとして使用するか、データを格納するために使

用できます。 

2.4.6 同期操作 

 すべての BSRAMモジュールの入力レジスタは、同期書き込みをサポ

ートします。 

 出力レジスタは、パイプラインレジスタとして、ユーザーデザインの

パフォーマンスを高めることができます。 

 出力レジスタはバイパスできます。 

2.4.7 BSRAMの動作モード 

BSRAMは、2つの読み出しモード(バイパスモード(Bypass Mode)、パ

イプラインモード(Pipeline Mode))及び 3つの書き込みモード(ノーマルラ

イトモード(Normal Mode)、ライトスルーモード(Write-Through Mode)、

リードビフォーライトモード(Read-before-Write Mode))を含む 5つの動作

モードをサポートします。 

読み出しモード 

BSRAMから読み出されたデータは、出力レジスタを介して出力される

か、出力レジスタを経由することなく出力されます。 

パイプラインモード 

BSRAMに同期書き込み時、出力レジスタを使用します。このモード

は、最大 36ビットのデータ幅をサポートします。 

バイパスモード 

出力レジスタを使用せず、データをメモリ(Memory Array)の出力に保持

します。 



2アーキテクチャ 2.4 BSRAM 

 

DS100-3.3.3J 32(81) 

 

図 2-15シングル・ポート、セミ・デュアル・ポート、及びデュアル・ポート・モー

ドにおけるパイプラインモード 
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書き込みモード 

ノーマルライトモード 

ポートに対してノーマルライトを行う場合、このポートの出力データは

変化しません。書き込まれたデータが読み出しポートに現れません。 

ライトスルーモード 

このモードでは、ポートに書き込むと、書き込まれたデータはこのポー

トの出力に現れます。 

リードビフォーライトモード 

このモードでは、ポートに書き込むと、元のデータがこのポートの出力

に現れ、書き込まれたデータは対応するメモリに保存されます。 
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2.4.8 クロックモード 

表 2-8に、各 BSRAMモードで使用できるクロックモードを示します。 

表 2-8クロックモードと BSRAMモードの組み合わせ 

クロックモード 
デュアル・ポー

ト・モード 

セミ・デュアル・ポー

ト・モード 

シングル・ポー

ト・モード 

独立クロックモ

ード 
Yes No No 

読み出し/書き込

みクロックモー

ド 

Yes Yes No 

シングル・ポー

トクロックモー

ド 

No No Yes 

独立クロックモード 

図 2-16は、デュアル・ポート・モードにおける独立クロックモードを

示しており、各ポートにはそれぞれ 1つの独立クロックがあります。

CLKA信号は、ポート Aのすべてのレジスタを制御し、CLKB信号は、ポ

ート Bのすべてのレジスタを制御しています。 

図 2-16独立クロックモード 
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読み出し書き込みクロックモード 

図 2-17は、セミ・デュアル・ポート・モードにおける読み出し書き込

みクロックモードを示しています。各ポートにはそれぞれ 1つのクロッ

クがあります。書き込みクロック(CLKA)信号はポート Aの書き込みデー

タ、書き込みアドレス、及び読み出し/書き込みイネーブル信号を制御し

ています。読み出しクロック(CLKB)信号は、ポート Bの読み出しデー

タ、読み出しアドレス、及び読み出しイネーブル信号を制御しています。 
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図 2-17読み出し書き込みクロックモード 
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シングル・ポート・クロックモード 

図 2-18はシングル・ポート・クロックモードを示しています。 

図 2-18シングル・ポート・クロックモード 
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2.5 User Flash(GW1N-1) 

GW1N-1は 12 Kバイト(48ページ x 256バイト)の User Flash(ユーザ

ー・フラッシュ・メモリ)を提供します。User Flashの主な特徴は以下に

示す通りです： 

 NOR Flash 

 100,000回の書き込みサイクル 

 10年以上のデータ保持時間(+85℃) 

 構成可能なデータ幅：8/16/32 

 ページサイズ：256バイト 

 3μAスタンバイ電流 

 ページ書き込み時間：8.2ms 

詳しくは、『Gowin User Flashユーザーガイド(UG295)』を参照してく

ださい。User Flashプリミティブとサポートされるデバイスの対応関係

については、『Gowin User Flashユーザーガイド(UG295)』の表 3-1を参

照してください。 

 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG295J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG295J.pdf
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2.6 User Flash(GW1N-1P5/2/4/9) 

GW1N-1P5/2/4/9デバイスは User Flashを提供します。GW1N-1P5/2

の User Flashの容量は 96Kビットで、GW1N-4の User Flashの容量は

256Kビットで、GW1N-9の User Flashの容量は 608Kビットです。User 

Flashは、行メモリユニットと列メモリユニットで構成されています。1

行メモリユニットは 64列メモリユニットで構成されています。1列メモ

リユニットの容量は 32ビットで、1行メモリユニットの容量は

64*32=2048ビットです。ページ消去がサポートされ、ページあたりの容

量は 2048バイトです。すなわち、１ページには 8行があります。その特

性は以下に示す通りです： 

 NOR Flash 

 10,000回の書き込みサイクル 

 10年以上のデータ保持時間(+85℃) 

 データ幅：32ビット 

 GW1N-1P5/2の User Flashの容量：48行*64列*32 = 96Kビット 

 GW1N-4の User Flashの容量：128行*64列*32 = 256Kビット 

 GW1N-9の User Flashの容量：304行*64列*32 = 608Kビット 

 ページ消去能力：2048バイト 

 高速なページ消去/ワードプログラミング 

 クロック周波数：40MHz 

 ワードプログラミング時間：≤16μs 

 ページ消去時間：≤120ms 

 電流 

- 読み出し電流/継続時間：2.19mA/25ns (VCC) & 0.5mA/25ns 

(VCCX)(MAX) 

- プログラミング/消去操作：12/12mA(MAX) 

詳しくは、『Gowin User Flashユーザーガイド(UG295)』を参照してく

ださい。User Flashプリミティブとサポートされるデバイスの対応関係

については、『Gowin User Flashユーザーガイド(UG295)』の表 3-1を参

照してください。 

2.7 DSPリソース 

GW1N-4/9デバイスには豊富な DSPリソースがあります。GOWINセ

ミコンダクターの DSPソリューションは、FIR、FFT設計などの高性能

デジタル信号処理を可能にしています。DSPは、安定したタイミングパ

フォーマンス、高いリソース使用率、低消費電力等の利点を備えていま

す。 

DSPは以下の機能をサポートします： 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG295J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG295J.pdf
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 3つの幅の乗算器(9ビット、18ビット、36ビット) 

 54ビットの ALU 

 複数の乗算器のカスケード接続によるデータ幅の拡大をサポート 

 バレルシフタ(Barrel Shifter) 

 フィードバック信号による適応フィルタリング(Adaptive filtering 

through signal feedback) 

 正数または素数への丸めオプション付きの計算(Computing with 

options of rounding to positive number or prime number) 

 レジスタ出力及びバイパス出力 

2.7.1 マクロセル 

GW1Nの DSPブロックは、FPGAアレイで複数行に配置されていま

す。各 DSPブロックは、9つの CFU位置を占有します。各 DSPブロッ

クには 2つのマクロセルがあり、各マクロセルには 2つの前置加算器

(pre-adder)、2つの 18ビット乗算器(multiplier)、及び 1つの 3入力算術

論理演算装置(ALU54)があります。 

前置加算器 

各 DSPマクロセルには、前置加算、前置減算、およびシフト機能を実

装するための 2つの前置加算器があります。 

前置加算器はマクロセルの最先端に位置し、2つの入力ポートを備えて

います： 

 パラレル 18ビット入力 Bまたは SBI。 

 パラレル 18ビット入力 Aまたは SIA。 

注記： 

すべての入力ポートは、レジスタモードとバイパスモードをサポートします。 

GOWINセミコンダクターFPGA製品の前置加算器は、独立したモジュ

ールとして機能でき、9ビット及び 18ビットをサポートします。 

乗算器 

乗算器(multipliers)は前置加算器の後ろに位置し、乗算に使用されま

す。乗算器は 9 x 9、18 x 18、36 x 18、または 36 x 36 に設定でき、入力

ポートと出力ポートはいずれもレジスタモード及びバイパスモードをサポ

ートします。1つのマクロセルは次の乗算器を形成できます： 

 1つの 18 x 36乗算器 

 2つの 18 x 18乗算器 

 4つの 9 x 9乗算器 

注記： 

2つのマクロセルは、1つの 36 x 36乗算器を形成できます。 
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算術論理演算装置 

各 DSPマクロセルには、乗算器機能をさらに拡張した 1つの 54ビッ

トの ALU54があります。その入力ポートと出力ポートはレジスタモード

及びバイパスモードをサポートします。サポートされる機能は以下のとお

りです： 

 乗算器出力データ/0、データ A、およびデータ Bの加算/減算。 

 乗算器出力データ/0、データ B、およびキャリーCの加算/減算。 

 データ A、データ B、およびキャリーCの加算/減算。 

2.7.2 DSP動作モードの構成 

 乗算器(multiplier)モード 

 乗算アキュムレータ(accumulator)モード 

 乗算加算アキュムレータモード 

DSPの詳細については、『Gowin DSPユーザーガイド(UG287)』を参

照してください。 

2.8 MIPI D-PHY 

2.8.1 ハードMIPI D-PHY RX(GW1N-2) 

GW1N-2デバイスは、『MIPI Alliance Standard for D-PHY 

Specification』バージョン 2.1をサポートするハードコア MIPI D-PHY RX

を備えています。このハードコア MIPI D-PHYは、DSIインターフェース

および CSI-2インターフェースに適しています。主な特徴は以下に示す

通りです： 

 単方向の高速(HS、High-speed)モードをサポート。伝送レートは最大

8Gbps(4データレーン)。 

 最大 4つのデータレーンと 1つのクロックレーンをサポート。 

 双方向の低消費電力(LP、Low-power)モードをサポート。伝送レート

は 10Mbps。 

 高速同期、ビットおよびレーンアライメントをサポート。 

 MIPI D-PHY RX 1:8モード及び 1:16モードをサポート。 

 MIPI DSIおよび MIPI CSI-2リンク層をサポート。 

 IO Bank6が MIPI D-PHY RXをサポート。 

詳細については、『Gowin GW1N-2 Hardened MIPI D-PHY RXユーザー

ガイド(IPUG778)』を参照してください。 

2.8.2 GPIOによるソフトMIPI D-PHY RX/TX 

GPIOでソフト MIPI D-PHY RX/TXを実装する場合、TLVDS、

ELVDS、MIPI IOの 3つの IOタイプが利用可能です。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG287J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG778J.pdf
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すべての GW1N FPGAは TLVDS/ELVDSタイプをサポートしていま

す。TLVDS/ELVDSタイプで MIPI D-PHYを実装する場合、

LVDS25(E)+LVCMOS12を通じて MIPI HSおよび MIPI LPをエミュレー

トする必要があり、また、外部抵抗ネットワークも必要です。 

一部の GW1N FPGAは MIPI IOタイプをサポートしています。MIPI IO

は内部に抵抗ネットワークを統合しており、MIPI HSと MIPI LP間の自動

切り替えをサポートします。MIPI IOタイプのサポートを表 2-9に示しま

す。 

IOタイプの選択とオフチップ終端方法については、Gowin MIPI D-PHY 

RX TX Advance IPユーザーガイド(IPUG948)』の「機能の説明 

」を参照してください。 

表 2-9 MIPI IOタイプをサポートする GW1Nシリーズ FPGA製品の一覧 

MIPI入力/出力 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-9 

MIPI入力 
Bank2(ダイナミック

ODT対応) 

Bank2(ダイナミッ

ク ODT対応) 

Bank0(ダイ

ナミック

ODT対応) 

MIPI出力 
Bank0/3/4/5(ダイナミ

ック ODT対応) 

Bank0/3/4/5(ダイ

ナミック ODT対

応) 

Bank2 

ソフト MIPI D-PHY TX/RXの主な特徴は以下に示す通りです： 

 『MIPI Alliance Standard for D-PHY Specification』バージョン 1.2を

サポート。 

 高速 RX/TXインターフェースをサポート(伝送レートは最大 4.8 

Gbps)。 

 最大 4つのデータレーンと 1つのクロックレーンをサポート。 

 複数の PHYをサポート(IOが十分な場合)。 

 双方向低消費電力(LP、Low-power)モードをサポート。 

 MIPI DSIおよび MIPI CSI-2リンク層をサポート。 

 高速同期、ビットおよびレーンアライメントをサポート。 

 MIPI D-PHY RX 1:8モード及び 1:16モードをサポート。 

 ELVDS、TLVDS、および MIPI IOなどの IOタイプをサポート。 

 GW1N-9デバイスの Bank0/2が I3Cをサポート。 

詳細については、『Gowin MIPI D-PHY RX TX Advance IPユーザーガイ

ド(IPUG948)』を参照してください。 

2.9 クロック 

クロックリソースと配線は、FPGAの高性能アプリケーションにとって

重要です。GW1Nシリーズ FPGA製品は、直接にデバイスのあらゆるリ

http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG948J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG948J.pdf
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ソースに接続する専用のグローバルクロック(GCLK)を提供しています。

さらに、高速クロック(HCLK)や PLLなどのリソースも提供されていま

す。 

GCLK、HCLK、および PLLの詳細については、『Gowin Clockユーザー

ガイド(UG286)』を参照してください。 

2.9.1 グローバルクロック 

GCLKは、GW1Nシリーズ FPGA製品内で複数の象限に分布していま

す。各象限は 8つの GCLKネットワークを提供します。GCLKは、クロ

ックソースとして専用のクロック入力ピンまたは汎用配線リソースを使用

できます。専用のクロック入力ピンは、より良好なクロックパフォーマン

スを提供します。 

2.9.2 位相同期回路 

位相同期回路(Phase-Locked Loop、PLL)はフィードバック制御回路で

す。PLLは、外部からのリファレンスクロック信号により、ループ内部の

オシレータ信号の周波数と位相を制御します。 

GW1Nの PLLモジュールは、合成可能なクロック周波数を提供してお

り、パラメータを設定することで、クロックの周波数調整(逓倍及び分

周)、位相調整、デューティサイクル調整等の機能を実現できます。 

2.9.3 高速クロック 

GW1Nシリーズの FPGA製品の高速クロック(HCLK)は、I/Oの高性能

データ転送をサポートし、ソース同期データ転送インターフェースのため

に設計されたものです(図 2-19、図 2-20、図 2-21、図 2-22)。 

図 2-19 GW1N-1 HCLKの説明図 
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図 2-20 GW1N-1P5/GW1N-2 HCLKの説明図 
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図 2-21 GW1N-4 HCLKの説明図 
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図 2-22 GW1N-9 HCLKの説明図 
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2.10 ロングワイヤ 

CRUの補足として、GW1Nシリーズ FPGA製品は、クロック、クロッ

クイネーブル、セット/リセットまたはその他高ファンアウト信号に適用

される柔軟で豊富なロングワイヤ・リソースを提供しています。 

2.11 グローバルセット/リセット 

GW1Nシリーズの FPGA製品には、コアロジックに直接接続されるグ

ローバルセット/リセット(GSR)ネットワークが構築されています。グロ

ーバルセット/リセット(GSR)ネットワークは非同期/同期リセットまたは

非同期/同期セットに使用できます。CFUと I/Oのレジスタは、いずれも

個別に構成できます。 

2.12 プログラミング・コンフィギュレーション 

GW1Nシリーズの FPGA製品は SRAMコンフィギュレーション及び

Flashプログラミングをサポートします。Flashプログラミングモードで

は、オンチップ Flashプログラミングとオフチップ Flashプログラミング

がサポートされます。GW1Nシリーズ FPGA製品は DUAL BOOTをサポ

ートしており、ユーザーは必要に応じてオフチップ Flashにデータをバッ

クアップすることができます。 

JTAGに加えて、GW1Nシリーズの FPGA製品では GOWIN独自の 7

つの GowinCONFIGモード(AUTO BOOT、SSPI、MSPI、DUAL BOOT、

SERIAL、CPU、および I2C Slave)もサポートされています。すべてのデ

バイスは JTAGと AUTO BOOTモードをサポートしています。 

詳細については、『Gowin FPGA製品プログラミング・コンフィギュレ

ーション ユーザーガイド(UG290)』を参照してください。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
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SRAMコンフィギュレーション 

SRAMを使用してデバイスをコンフィギュレーションする場合、パワ

ーオンするたびに、ビットストリームファイルをダウンロードする必要が

あります。 

Flashプログラミング 

Flashプログラミングのコンフィギュレーションデータはオンチップ

Flashに保存されています。パワーオン後、コンフィギュレーションデー

タはオンチップ Flashから SRAMに送信されます。パワーオン後の数ミ

リ秒内にコンフィギュレーションが完了します。このようなコンフィギュ

レーション方法は「クイックスタート」とも呼ばれます。 

GW1Nシリーズの FPGA製品(GW1N-4Aを除く)には、JTAG[1]バック

グラウンド・アップグレードという機能があります。つまり、デバイス

は、現在の動作状態に影響を与えることなく、JTAGインターフェースを

介してオンチップ Flashまたはオフチップ Flashをプログラムすることを

サポートします。プログラミング中、デバイスは元のコンフィギュレーシ

ョンに従って動作可能です。プログラミング後、RECONFIG_N[2]を Low

レベルでトリガして、オンラインアップグレードを完了します。この機能

は、オンライン時間が長く、時々アップグレードが必要なアプリケーショ

ンに適しています。 

注記： 

 [1] GW1N-1P5および GW1N-2は、goConfig I2C IPによる I2Cバックグラウンド・

アップグレードをサポートしますが、JTAG方式によるバックグラウンド・アップ

グレードが推奨されます。 

 [2] RECONFIG_Nは、コンフィギュレーションピンとして使用される場合、内部の

弱いプルアップの入力ピンであり、GPIOとして使用される場合、出力ピンとして

のみ使用できます。詳細については、『Gowin FPGA製品プログラミング・コンフ

ィギュレーション ユーザーガイド(UG290)』を参照してください。 

また、GW1Nシリーズ FPGA製品は、オフチップ Flashによるコンフ

ィギュレーションおよび DUAL BOOTモードをサポートしています。詳

細については、『Gowin FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーシ

ョン ユーザーガイド(UG290)』を参照してください。 

2.13 オンチップオシレータ 

GW1Nシリーズの FPGA製品には、2.5MHzから 125MHzのクロック

周波数をサポートするオンチップオシレータが組み込まれています。オン

チップオシレータは精度±5%のプログラマブルなユーザークロックを提

供し、コンフィギュレーションの際に MSPIコンフィギュレーションモー

ドにクロックソースを提供します。 

さらに、オンチップオシレータは、ユーザーデザインにクロックソース

を提供することもできます。動作パラメータを設定することにより、最大

64のクロック周波数を取得できます。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
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GW1N-1デバイスのオンチップオシレータの出力クロック周波数は、

次のように計算されます。 

fout=240MHz/Param。 

GW1N-1P5/2/9デバイスのオンチップオシレータの出力クロック周波数

は、次のように計算されます。 

fout=250MHz/Param。 

GW1N-4デバイスのオンチップオシレータの出力クロック周波数は、

次のように計算されます。 

fout=210MHz/Param。 

注記： 

“ Param”は 2~128の偶数のパラメータです。 

表 2-10、表 2-11、および表 2-12に、デフォルト周波数、最大周波数な

ど、オンチップオシレータの一部の周波数を示します。 

表 2-10 GW1N-4のオンチップオシレータの一部の出力周波数オプション  

モード 周波数 モード 周波数 モード 周波数 

0 2.1MHz[1] 8 6.6MHz 16 13.1MHz 

1 4.6MHz 9 7MHz 17 15MHz 

2 4.8MHz 10 7.5MHz 18 17.5MHz 

3 5MHz 11 8.1MHz 19 21MHz 

4 5.3MHz 12 8.8MHz 20 26.3MHz 

5 5.5MHz 13 9.5MHz 21 35MHz 

6 5.8MHz 14 10.5MHz 22 52.5MHz 

7 6.2MHz 15 11.7MHz 23 105MHz[2] 

表 2-11 GW1N-1P5/2/9のオンチップオシレータの一部の出力周波数オプション 

モード 周波数 モード 周波数 モード 周波数 

0 2.5MHz[1] 8 7.8MHz 16 15.6MHz 

1 5.4MHz 9 8.3MHz 17 17.9MHz 

2 5.7MHz 10 8.9MHz 18 21MHz 

3 6.0MHz 11 9.6MHz 19 25MHz 

4 6.3MHz 12 10.4MHz 20 31.3MHz 

5 6.6MHz 13 11.4MHz 21 41.7MHz 

6 6.9MHz 14 12.5MHz 22 62.5MHz 

7 7.4MHz 15 13.9MHz 23 125MHz[2] 
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表 2-12 GW1N-1のオンチップオシレータの一部の出力周波数オプション 

モード 周波数 モード 周波数 モード 周波数 

0 2.4MHz[1] 8 7.5MHz 16 15MHz 

1 5.2MHz 9 8MHz 17 17MHz 

2 5.5MHz 10 8.6MHz 18 20MHz 

3 5.7MHz 11 9MHz 19 24MHz 

4 6MHz 12 10MHz 20 20MHz 

5 6.3MHz 13 11MHz 21 40MHz 

6 6.7MHz 14 12MHz 22 60MHz 

7 7MHz 15 13MHz 23 120MHz[2] 

注記： 

 [1]デフォルト周波数 

 [2]MSPIコンフィギュレーションモードには適用しません。
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3電気特性 

注記： 

推奨される動作条件及び動作範囲内で GOWINセミコンダクターデバイスを使用するこ

とをお勧めします。動作条件及び動作範囲を超えるデータはあくまで参考であり、

GOWINセミコンダクターは、動作条件及び動作範囲を超えた状況における、すべての

デバイスの正常な動作を保証しません。 

3.1 動作条件 

3.1.1 絶対最大範囲 

表 3-1絶対最大範囲 

名称 説明 最小値 最大値 

VCC 
LVバージョンのコア電圧 -0.5V 1.32V 

UVバージョンのコア電圧 -0.5V 3.75V 

VCCIO I/O Bank電圧 -0.5V 3.75V 

VCCX 補助電圧 -0.5V 3.75V 

VCCD 
ハードコア MIPI D-PHYのコア電圧
(GW1N-2) 

-0.5V 1.32V 

VCCIOD 
ハードコア MIPI D-PHY の I/O電圧
(GW1N-2) 

-0.5V 1.32V 

- 加えられる I/O電圧[1] -0.5V 3.75V 

Storage Temperature 保存温度 -65℃ +150℃ 

Junction Temperature ジャンクション温度 -40℃ +125℃ 

注記： 

[1] -2V～(VIHMAX + 2)Vの 20ns未満のオーバーシュートおよびアンダーシュートは許容さ

れます。 
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3.1.2 推奨動作条件 

表 3-2推奨動作条件 

名称 説明 最小値 最大値 

VCC 

LVバージョンのコア電圧 1.14V 1.26V 

UVバージョンのコア電圧 1.71V 3.6V 

VCCIO
 I/O Bank電圧 1.14V 3.6V 

VCCX 
補助電圧(GW1N-4/9) 2.375V 3.6V 

補助電圧(GW1N-1P5/2) 1.71V 3.6V 

VCCD
[1] ハードMIPI D-PHYのコア電圧(GW1N-2) 1.14V 1.26V 

VCCIOD
[1] ハードMIPI D-PHYの I/O電圧(GW1N-2) 1.14V 1.26V 

TJCOM ジャンクション温度(コマーシャル) 0℃ +85℃ 

TJIND ジャンクション温度(インダストリアル) -40℃ +100℃ 

注記： 

 [1]ハード MIPI D-PHYを使用しない場合は、VCCDピンと VCCIODピンをフローティン

グのままにするか、1.2V電源に接続できます。 

 一部のパッケージでは、VCCIOと VCCXが 1本のピンを共有することがあります。こ

の場合、VCCXの要件を満たすことが優先されます。 

 VCC、VCCIO、VCCXの許容リップルはそれぞれ 3%、5%、5%です。1)、PLLに VCC

から直接電源が供給されているデバイスの場合、VCCのリップルが PLL出力クロッ

クのジッタ特性に影響を与える可能性があります。2)、VCCIOのリップルは、最終的

に IOバッファの出力波形に伝わる可能性があります。 

 供給電源電圧の詳細については、『GW1N-1デバイス Pinout(UG107)』、『GW1N-

1P5デバイス Pinout(UG174)』、『GW1N-2デバイス Pinout(UG171)』、『GW1N-4デ

バイス Pinout(UG105)』、および『GW1N-9デバイス Pinout(UG114)』を参照してく

ださい。 

3.1.3 電源のランプレート 

表 3-3 電源のランプレート 

名称 説明 デバイス 最小値 標準値 最大値 

VCC Ramp VCCのランプレート 
GW1N-1 1.2mV/μs - 40mV/μs 

GW1N- 1P5/2/4/9 0.6mV/μs - 6mV/μs 

VCCX Ramp VCCXのランプレート GW1N 0.6mV/μs - 10mV/us 

VCCIO Ramp VCCIOのランプレート GW1N 0.1mV/μs - 10mV/us 

注記： 

 すべての電源のランプは、単調である必要があります。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG107J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG174J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG171J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG105J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG114J.pdf
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 コンフィグレーション前に、すべての電源は、表 3-2で定義された動作範囲にある

必要があります。電源が動作範囲にない場合は、より速いランプレートに調整する

か、コンフィギュレーションを遅らせる必要があります。 

3.1.4 ホットプラグ特性 

表 3-4ホットプラグ特性 

名称 説明 条件 I/Oタイプ 最大値 

IHS 
入力または I/Oのリーク電流 

(Input or I/O leakage current) 
0<VIN<VIH(MAX) I/O 150uA 

IHS 
入力または I/Oのリーク電流 

(Input or I/O leakage current) 
0<VIN<VIH(MAX) 

TDI, TDO, 

TMS,TCK 
120uA 

3.1.5 PoR特性 

表 3-5 PoR電圧 

名称 説明 デバイス 名称 値 

VPOR_UP 
Power on reset ramp up trip 
point 

GW1N-1 
VCC 0.75V 

VCCIO 0.85V 

GW1N-1P5、
GW1N-2 

VCC 0.8V 

VCCX 1.5V 

VCCIO 0.95V 

GW1N-4 

VCC 0.95V 

VCCX 1.95V 

VCCIO 0.95V 

GW1N-9 

VCC 0.95V 

VCCX 1.95V 

VCCIO 0.95V 

VPOR_DOWN 
Power on reset ramp down 
trip point 

GW1N-1 
VCC TBD 

VCCIO TBD 

GW1N-1P5、
GW1N-2 

VCC 0.65V 

VCCX 1.3V 

VCCIO 0.75V 

GW1N-4 

VCC 0.75V 

VCCX 1.8V 

VCCIO 0.6V 

GW1N-9 
VCC 0.75V 

VCCX 1.8V 
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名称 説明 デバイス 名称 値 

VCCIO 0.6V 

 

3.2 ESD 
表 3-6 GW1N ESD - HBM 

デバイス GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

CS100H - - HBM>1,000V - - 

CS30 HBM>1,000V - - - - 

CS42 - - HBM>1,000V - - 

CS42H - - HBM>1,000V - - 

CS72 - - - HBM>1,000V - 

EQ144 - - HBM>1,000V HBM>1,000V HBM>1,000V 

EQ176 - - - - HBM>1,000V 

FN32 - - - - - 

LQ100 - HBM>1,000V HBM>1,000V HBM>1,000V HBM>1,000V 

LQ100X - HBM>1,000V HBM>1,000V  - - 

LQ144 - - - HBM>1,000V HBM>1,000V 

LQ144F - - HBM>1,000V - - 

LQ144X - - HBM>1,000V - - 

LQ176 - - - - HBM>1,000V 

MG100 - - - - HBM>1,000V 

MG100T - - - - HBM>1,000V 

MG121 - - HBM>1,000V - - 

MG121X - - HBM>1,000V - - 

MG132 - - HBM>1,000V - - 

MG132H - - HBM>1,000V - - 

MG132X - - HBM>1,000V HBM>1,000V - 

MG160 - - - HBM>1,000V HBM>1,000V 

MG196 - - - - HBM>1,000V 

MG49 - - HBM>1,000V - - 

PG256 - - - HBM>1,000V HBM>1,000V 

PG256M - - - HBM>1,000V - 

QN32 - - HBM>1,000V HBM>1,000V - 
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デバイス GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

QN32X - - HBM>1,000V - - 

QN48 - - HBM>1,000V HBM>1,000V HBM>1,000V 

QN48F - - - - HBM>1,000V 

QN48H - - HBM>1,000V - - 

QN48X - HBM>1,000V - - - 

QN48XF - HBM>1,000V - - - 

QN60 - - - - HBM>1,000V 

QN88 - - HBM>1,000V HBM>1,000V HBM>1,000V 

UG169 - - - HBM>1,000V HBM>1,000V 

UG256 - - - - HBM>1,000V 

UG332 - - - - HBM>1,000V 

 

表 3-7 GW1N ESD – CDM 

デバイス GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

CS100H - - CDM>500V - - 

CS30 CDM>500V - - - - 

CS42 - - CDM>500V - - 

CS42H - - CDM>500V - - 

CS72 -  - CDM>500V - 

EQ144 - - - CDM>500V CDM>500V 

EQ176 - - - - CDM>500V 

FN32 - - - - - 

LQ100 - - CDM>500V CDM>500V CDM>500V 

LQ100X - CDM>500V CDM>500V - - 

LQ144 - - CDM>500V CDM>500V CDM>500V 

LQ144F - - CDM>500V - - 

LQ144X - - CDM>500V - - 

LQ176 - - - - CDM>500V 

MG100 - - - - CDM>500V 

MG100T  - - - - 

MG121 - - CDM>500V - - 

MG121X - - CDM>500V - - 
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デバイス GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-2 GW1N-4 GW1N-9 

MG132 - - CDM>500V - - 

MG132H   CDM>500V   

MG132X - - CDM>500V CDM>500V - 

MG160 - - - CDM>500V CDM>500V 

MG196 - - - - CDM>500V 

MG49 - - CDM>500V - - 

PG256 - - - CDM>500V CDM>500V 

PG256M - - - CDM>500V - 

QN32 - - CDM>500V CDM>500V - 

QN32X - - CDM>500V - - 

QN48 - - CDM>500V CDM>500V CDM>500V 

QN48F - - - - CDM>500V 

QN48H - - CDM>500V - - 

QN48X - CDM>500V - - - 

QN48XF - CDM>500V - - - 

QN60 - - - - CDM>500V 

QN88 - - CDM>500V CDM>500V CDM>500V 

UG169  -  CDM>500V CDM>500V 

UG256 - - - - CDM>500V 

UG332 - - - - CDM>500V 

3.3 DC電気特性 

3.3.1 推奨動作条件内の DC電気特性 

表 3-8推奨動作条件内のDC電気特性 

名称 説明 条件 最小値 標準値 最大値 

IIL,IIH 

入力または I/Oの

リーク電流(Input 

or I/O leakage) 

VCCIO<VIN<VIH(MAX) - - 210µA 

0<VIN<VCCIO - - 10µA 

IPU 

I/Oのプルアップ

電流(I/O Active 

Pull-up Current) 

0<VIN<0.7VCCIO -30µA - -150µA 

IPD 

I/Oのプルダウン

電流(I/O Active 

Pull-down 
Current) 

VIL(MAX)<VIN<VCCIO 30µA - 150µA 
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名称 説明 条件 最小値 標準値 最大値 

IBHLS 

バスホールドが

Lowの持続電流
(Bus Hold Low 
Sustaining 
Current) 

VIN=VIL(MAX) 30µA - - 

IBHHS 

バスホールド

High時の持続電

流(Bus Hold High 

Sustaining 
Current) 

VIN=0.7VCCIO -30µA - - 

IBHLO 

バスホールド

Low時のオーバ

ードライブ電流 

(Bus Hold Low 
Overdrive 
Current) 

0≤VIN≤VCCIO - - 150µA 

IBHHO 

バスホールド

High時のオーバ

ードライブ電流
(Bus Hold High 
Overdrive 
Current) 

0≤VIN≤VCCIO - - -150µA 

VBHT 

バスホールドの

トリップポイン

ト(Bus hold trip 

points) 

 VIL(MAX) - VIH(MIN) 

C1 
I/O電気容量 (I/O 

Capacitance) 
  5pF 8pF 

VHYST 

入力ヒステリシ

ス(Hysteresis for 

Schmitt Trigger 
inputs) 

VCCIO=3.3V, Hysteresis=L2H[1],[2] - 200mV - 

VCCIO=2.5V, Hysteresis= L2H - 125mV - 

VCCIO=1.8V, Hysteresis= L2H - 60mV - 

VCCIO=1.5V, Hysteresis= L2H - 40mV - 

VCCIO=1.2V, Hysteresis= L2H - 20mV - 

VCCIO=3.3V, Hysteresis= H2L[1],[2] - 200mV - 

VCCIO=2.5V, Hysteresis= H2L - 125mV - 

VCCIO=1.8V, Hysteresis= H2L - 60mV - 

VCCIO=1.5V, Hysteresis= H2L - 40mV - 

VCCIO=1.2V, Hysteresis= H2L - 20mV - 

VCCIO=3.3V, Hysteresis= HIGH[1],[2] - 400mV - 

VCCIO=2.5V, Hysteresis= HIGH - 250mV - 
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名称 説明 条件 最小値 標準値 最大値 

VCCIO=1.8V, Hysteresis= HIGH - 120mV - 

VCCIO=1.5V, Hysteresis= HIGH - 80mV - 

VCCIO=1.2V, Hysteresis= HIGH - 40mV - 

注記： 

 [1] Hysteresis="NONE", "L2H", "H2L", "HIGH"は、Gowin EDAの FloorPlannerツール

で I/O制約を設定する際の Hysteresisオプションです。その設定方法については、

『Gowin物理制約ユーザーガイド(SUG935)』を参照してください。 

 [2] L2H (low to high)オプションを有効にすると、VIHが VHYSTの分上がり、H2L(high 

to low)オプションを有効にすると、VILが VHYSTの分下がります。HIGHオプション

を有効にすると、L2Hと H2Lオプションの両方を有効にすることになり、すなわち

VHYST(HIGH)= VHYST(L2H) + VHYST(H2L)です。その説明図は次のとおりです： 

VIH (L2H on)

VIH (None) VIL (None)

VIL (H2L on)

V
H

Y
S

T

V
H

Y
S

T

 

3.3.2 静的電流 

表 3-9静的電流 

デバイス 名称 説明 
デバイス

タイプ 
C7/I6 C6/I5 C5/I4 単位 

GW1N-1 
ICC VCC電流(VCC=1.2V) LV  2.5 1.8 1.5 mA 

ICCIO VCCIO電流(VCCIO=2.5V) LV  1 0.8 0.6 mA 

GW1N-2 

ICC + 
ICCX 

Vccx電流および VCC電流
(Vccx=Vcc=3.3V) 

UV 15 12 10 mA 

ICCIO VCCIO電流(VCCIO=2.5V) UV 1.2 1 0.8 mA 

ICC VCC電流(VCC=1.2V) LV 3 2.5 2.2 mA 

ICCX VCCX電流(VCCX=3.3V) LV 1.5 0.75 0.6 mA 

ICCIO VCCIO電流(VCCIO=2.5V) LV 0.6 0.5 0.4 mA 

GW1N-
1P5 

ICC + 
ICCX 

Vccx電流および VCC電流
(Vccx=Vcc=3.3V) 

UV 15 12 10 mA 

ICCIO VCCIO電流(VCCIO=2.5V) UV 1.2 1 0.8 mA 

ICC VCC電流(VCC=1.2V) LV 3 2.5 2.2 mA 

ICCX VCCX電流(VCCX=3.3V) LV 1.5 0.75 0.6 mA 

ICCIO VCCIO電流(VCCIO=2.5V) LV 0.6 0.5 0.4 mA 

GW1N-4 

ICC VCC電流(VCC=1.2V) LV - 2.8 2.4 mA 

ICC VCC電流(VCC=3.3V) UV - 18 16 mA 

ICCX VCCX電流(VCCX=3.3V) LV/UV - 0.9 0.7 mA 

ICCIO VCCIO電流(VCCIO=2.5V) LV/UV - 0.55 0.4 mA 

ICC VCC電流(VCC=1.2V) LV(CS72) - 2.15 1.9 mA 

ICCX VCCX電流(VCCX=2.5V) LV(CS72) - 0.89 0.68 mA 

ICCIO VCCIO電流(VCCIO=1.8V) LV(CS72) - 0.16 0.13 mA 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG935J.pdf
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デバイス 名称 説明 
デバイス

タイプ 
C7/I6 C6/I5 C5/I4 単位 

GW1N-9 

ICC VCC電流(VCC=1.2V) LV 2.8 2.4 2 mA 

ICC VCC電流(VCC=3.3V) UV 20 18 16 mA 

ICCX VCCX電流(VCCX=3.3V) LV/UV 1.5 1.3 1 mA 

ICCIO VCCIO電流(VCCIO=2.5V) LV/UV 0.9 0.7 0.5 mA 

注記： 

表 3-9の静的電流の値は、25℃の温度での標準値です。 

3.3.3 プログラミング電流 

表 3-10プログラミング電流 

デバイス 説明 
デバイス

タイプ 
最大値(mA) 

GW1N-1 

Flashをプログラム時の VCC電流(VCC=1.2V) 
LVバージ

ョン 
4.8 

Flashをプログラム時の VCCIO電流
(VCCIO=2.5V) 

LVバージ

ョン 
2.8 

GW1N-2 

Flashをプログラム時の VCC電流(VCC=1.2V) 
LVバージ

ョン 
2.19 

Flashをプログラム時の VCCX電流(VCCX=3.3V) 
LVバージ

ョン 
12 

Flashをプログラム時の VCCIO電流
(VCCIO=2.5V) 

LVバージ

ョン 
2 

GW1N-1P5 

Flashをプログラム時の VCC電流(VCC=1.2V) 
LVバージ

ョン 
2.19 

Flashをプログラム時の VCCX電流(VCCX=3.3V) 
LVバージ

ョン 
12 

Flashをプログラム時の VCCIO電流
(VCCIO=2.5V) 

LVバージ

ョン 
2 

GW1N-4 

Flashをプログラム時の VCC電流(VCC=1.2V) 
LVバージ

ョン 
2.19 

Flashをプログラム時の VCCX電流(VCCX=3.3V) 
LVバージ

ョン 
12 

Flashをプログラム時の VCCIO電流
(VCCIO=2.5V) 

LVバージ

ョン 
2 

GW1N-9 

Flashをプログラム時の VCC電流(VCC=1.2V) 
LVバージ

ョン 
2.19 

Flashをプログラム時の VCCX電流(VCCX=3.3V) 
LVバージ

ョン 
12 

Flashをプログラム時の VCCIO電流
(VCCIO=2.5V) 

LVバージ

ョン 
2 

注記： 

表 3-10の電流値は、常温常圧下でのプログラミング電流の最大値です。 
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3.3.4 I/Oの推奨動作条件 

表 3-11 I/Oの推奨動作条件 

名称 
出力用の VCCIO(V) 入力用の VREF(V) 

最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値 

LVTTL33 3.135 3.3 3.6 - - - 

LVCMOS33 3.135 3.3 3.6 - - - 

LVCMOS25 2.375 2.5 2.625 - - - 

LVCMOS18 1.71 1.8 1.89 - - - 

LVCMOS15 1.425 1.5 1.575 - - - 

LVCMOS12 1.14 1.2 1.26 - - - 

SSTL15 1.425 1.5 1.575 0.68 0.75 0.9 

SSTL18_I 1.71 1.8 1.89 0.833 0.9 0.969 

SSTL18_II 1.71 1.8 1.89 0.833 0.9 0.969 

SSTL25_I 2.375 2.5 2.645 1.15 1.25 1.35 

SSTL25_II 2.375 2.5 2.645 1.15 1.25 1.35 

SSTL33_I 3.135 3.3 3.6 1.3 1.5 1.7 

SSTL33_II 3.135 3.3 3.6 1.3 1.5 1.7 

HSTL18_I 1.71 1.8 1.89 0.816 0.9 1.08 

HSTL18_II 1.71 1.8 1.89 0.816 0.9 1.08 

HSTL15 1.425 1.5 1.575 0.68 0.75 0.9 

PCI33 3.135 3.3 3.6 - - - 

LVPECL33E 3.135 3.3 3.6 - - - 

MLVDS25E 2.375 2.5 2.625 - - - 

BLVDS25E 2.375 2.5 2.625 - - - 

RSDS25E 2.375 2.5 2.625 - - - 

LVDS25E 2.375 2.5 2.625 - - - 

SSTL15D 1.425 1.5 1.575 - - - 

SSTL18D_I 1.71 1.8 1.89 - - - 

SSTL18D_II 1.71 1.8 1.89 - - - 

SSTL25D_I 2.375 2.5 2.625 - - - 

SSTL25D_II 2.375 2.5 2.625 - - - 

SSTL33D_I 3.135 3.3 3.6 - - - 

SSTL33D_II 3.135 3.3 3.6 - - - 
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名称 
出力用の VCCIO(V) 入力用の VREF(V) 

最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値 

HSTL15D 1.425 1.5 1.575 - - - 

HSTL18D_I 1.71 1.8 1.89 - - - 

HSTL18D_II 1.71 1.8 1.89 - - - 

3.3.5 シングルエンド I/Oの DC電気特性 

表 3-12シングルエンド I/Oの DC電気特性 

名称 

VIL VIH 
VOL 

(最大値) 

VOH 

(最小値) 

IOL
[1]

 

(mA) 

IOH
[1]

 

(mA) 最小

値 
最大値 最小値 

最大

値 

LVCMOS33 

LVTTL33 
-0.3V 0.8V 2.0V 3.6V 

0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

12 -12 

16 -16 

24[2] -24[2] 

0.2V VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

LVCMOS25 -0.3V 0.7V 1.7V 3.6V 
0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

12 -12 

16 -16 

0.2V VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

LVCMOS18 -0.3V 0.35*VCCIO 0.65*VCCIO 3.6V 

0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

12 -12 

 

0.2V 
VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

LVCMOS15 -0.3V 0.35*VCCIO 0.65*VCCIO 3.6V 
0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

0.2V VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

LVCMOS12 -0.3V 0.35*VCCIO 0.65*VCCIO 3.6V 0.4V VCCIO-0.4V 

4また

は 2[3] 

-4ま

たは-

2[3] 

8また

は 6[3] 

-8ま

たは-

6[3] 
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名称 

VIL VIH 
VOL 

(最大値) 

VOH 

(最小値) 

IOL
[1]

 

(mA) 

IOH
[1]

 

(mA) 最小

値 
最大値 最小値 

最大

値 

0.2V VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

PCI33 -0.3V 0.3*VCCIO 0.5*VCCIO 3.6V 0.1*VCCIO 0.9*VCCIO 1.5 -0.5 

SSTL33_I -0.3V VREF-0.2V VREF+0.2V 3.6V 0.7 VCCIO-1.1V 8 -8 

SSTL25_I -0.3V VREF-0.18V VREF+0.18V 3.6V 0.54V VCCIO-0.62V 8 -8 

SSTL25_II -0.3V VREF-0.18V VREF+0.18V 3.6V NA NA NA NA 

SSTL18_II -0.3V VREF-0.125V VREF+0.125V 3.6V NA NA NA NA 

SSTL18_I -0.3V VREF-0.125V VREF+0.125V 3.6V 0.40V VCCIO-0.40V 8 -8 

SSTL15 -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V 0.40V VCCIO-0.40V 8 -8 

HSTL18_I -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V 0.40V VCCIO-0.40V 8 -8 

HSTL18_II -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V NA NA NA NA 

HSTL15_I -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V 0.40V VCCIO-0.40V 8 -8 

HSTL15_II -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V NA NA NA NA 

注記： 

 [1]同じ Bank内のすべての IOの合計 DC電流制限(ソース電流とシンク電流を含

む)：同じ Bank内のすべての IOの合計電流は、n*8mAを超えてはなりません。こ

こで、nは Bankからボンディングされる IOの数です。 

 [2] GW1N-1P5と GW1N-2デバイスは 24mAをサポートしていません。 

 [3] GW1N-1P5/2は 2mA/6mAをサポートし、GW1N-1/4/9は 4mA/8mAをサポート

します。 

3.3.6 差動 I/Oの DC電気特性 

表 3-13差動 I/Oの DC電気特性(LVDS) 

名称 説明 テスト条件 
最小

値 

標準

値 

最大

値 
単位 

VINA,VINB 入力電圧(Input Voltage)  0 - 2.15 V 

VCM 
コモンモード入力電圧 

(Input Common Mode Voltage) 

Half the Sum of 
the Two Inputs 

0.05 - 2.1 V 

VTHD 
差動入力スレッショルド
(Differential Input Threshold) 

Difference 
Between the 
Two Inputs 

±100 - 
±
600 

mV 

IIN 入力電流(Input Current) 
Power On or 
Power Off 

- - ±20 µA 

VOH 
出力 Highレベル(Output High 

Voltage for VOP or VOM) 
RT = 100Ω - - 1.60 V 
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名称 説明 テスト条件 
最小

値 

標準

値 

最大

値 
単位 

VOL 
出力 Lowレベル(Output Low 

Voltage for VOP or VOM) 
RT = 100Ω 0.9 - - V 

VOD 
差動モード出力電圧(Output 

Voltage Differential) 

(VOP - VOM), 

RT=100Ω 
250 350 450 mV 

ΔVOD 
差動モード出力電圧の変化
(Change in VOD Between High 
and Low) 

 - - 50 mV 

VOS 
コモンモード出力電圧(Output 

Voltage Offset) 

(VOP + VOM)/2, 

RT=100Ω 
1.125 1.20 1.375 V 

ΔVOS 
コモンモード出力電圧の変化
(Change in VOS Between High 
and Low) 

 - - 50 mV 

IS 短絡電流 
VOD = 0V、出力

短絡 
- - 15 mA 

 

3.4 スイッチング特性 

3.4.1 CFUのスイッチング特性 

表 3-14 CFU内部のタイミングパラメータ[1], [2] 

デバイ

ス 
名称 説明 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 

単位 最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

GW1N-
1 

tLUT4_CFU LUT4遅延(LUT4 delay) 
0.41
2 

0.59
4 

0.55
6 

0.80
2 

0.69
5 

1.00
2 

ns 

tSR_CFU 

セット/リセットからレ

ジスタ出力までの時間
(Set/Reset to Register 
output) 

0.64
8 

1.26
8 

0.87
5 

1.71
2 

1.09
4 

2.14
0 

ns 

tCO_CFU 

クロックからレジスタ出

力までの時間(Clock to 

Register output) 

0.24
7 

0.34
0 

0.33
3 

0.45
8 

0.41
7 

0.57
3 

ns 

GW1N-
2/GW1
N-1P5 

tLUT4_CFU LUT4遅延(LUT4 delay) 
0.41
2 

0.59
4 

0.55
6 

0.80
2 

0.69
5 

1.00
2 

ns 

tSR_CFU 

セット/リセットからレ

ジスタ出力までの時間
(Set/Reset to Register 
output) 

0.64
8 

1.26
8 

0.87
5 

1.71
2 

1.09
4 

2.14
0 

ns 
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デバイ

ス 
名称 説明 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 

単位 最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

tCO_CFU 

クロックからレジスタ出

力までの時間(Clock to 

Register output) 

0.24
7 

0.34
0 

0.33
3 

0.45
8 

0.41
7 

0.57
3 

ns 

GW1N-
4 

tLUT4_CFU LUT4遅延(LUT4 delay) - - 
0.49
2 

1.44
3 

TBD TBD ns 

tSR_CFU 

セット/リセットからレ

ジスタ出力までの時間
(Set/Reset to Register 
output) 

- - 
0.87
5 

1.71
2 

1.09
4 

2.14
0 

ns 

tCO_CFU 

クロックからレジスタ出

力までの時間(Clock to 

Register output) 

- - 
0.33
3 

0.45
8 

0.41
7 

0.57
3 

ns 

GW1N-
9 

tLUT4_CFU LUT4遅延(LUT4 delay) 
0.36
3 

0.44
3 

0.55
6 

0.80
2 

0.69
5 

1.00
2 

ns 

tSR_CFU 

セット/リセットからレ

ジスタ出力までの時間
(Set/Reset to Register 
output) 

0.64
8 

1.26
8 

0.87
5 

1.71
2 

1.09
4 

2.14
0 

ns 

tCO_CFU 

クロックからレジスタ出

力までの時間(Clock to 

Register output) 

0.24
7 

0.34
0 

0.33
3 

0.45
8 

0.41
7 

0.57
3 

ns 

注記： 

 [1] 最大/最小値は、立ち上がりエッジの遅延に基づいています。 

 [2] LUT4の遅延値は、入力ポート I3->Fの遅延に基づいています。 

3.4.2 BSRAMのスイッチング特性 

表 3-15 BSRAMのタイミングパラメータ 

デバイス 名称 説明 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 
単

位 最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

GW1N-1 tCOAD_BSRAM 

BSRAM読み出しア

ドレス/データのク

ロックから出力まで

の時間(Clock to 

output time of read 
address/data) 

2.564 
2.56
4 

3.46
0 

3.46
0 

4.32
5 

4.325 ns 
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デバイス 名称 説明 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 
単

位 最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

tCOOR_BSRAM 

BSRAM出力レジス

タのクロックから出

力までの時間(Clock 

to output time of 
output register) 

0.613 
0.61
3 

0.82
7 

0.82
7 

1.03
4 

1.034 ns 

GW1N-
2/GW1N-
1P5 

tCOAD_BSRAM 

BSRAM読み出しア

ドレス/データのク

ロックから出力まで

の時間(Clock to 

output time of read 
address/data) 

2.564 
2.56
4 

3.46
0 

3.46
0 

4.32
5 

4.325 ns 

tCOOR_BSRAM 

BSRAM出力レジス

タのクロックから出

力までの時間(Clock 

to output time of 
output register) 

0.613 
0.61
3 

0.82
7 

0.82
7 

1.03
4 

1.034 ns 

GW1N-4 

tCOAD_BSRAM 

BSRAM読み出しア

ドレス/データのク

ロックから出力まで

の時間(Clock to 

output time of read 
address/data) 

- - 
3.46
0 

3.46
0 

4.32
5 

4.325 ns 

tCOOR_BSRAM 

BSRAM出力レジス

タのクロックから出

力までの時間(Clock 

to output time of 
output register) 

- - 
0.82
7 

0.82
7 

1.03
4 

1.034 ns 

 

GW1N-9 

tCOAD_BSRAM 

BSRAM読み出しア

ドレス/データのク

ロックから出力まで

の時間(Clock to 

output time of read 
address/data) 

2.564 
2.56
4 

3.46
0 

3.46
0 

4.32
5 

4.325 ns 

tCOOR_BSRAM 

BSRAM出力レジス

タのクロックから出

力までの時間(Clock 

to output time of 
output register) 

0.613 
0.61
3 

0.82
7 

0.82
7 

1.03
4 

1.034 ns 

注記： 

tCOAD_BSRAMの値は bypassモードでの遅延です。 
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3.4.3 DSPのスイッチング特性 

表 3-16 DSPのタイミングパラメータ 

デバイス 名称 説明 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 

単位 最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

最小

値 

最大

値 

GW1N-4 

tCOIR_DSP 

入力レジスタのクロッ

クから出力までの時間
(Clock to output time 
of input register) 

- - 
0.29
5 

0.31
8 

0.36
9 

0.39
8 

ns 

tCOPR_DSP 

パイプラインレジスタ

のクロックから出力ま

での時間(Clock to 

output time of pipeline 
register) 

- - 
0.08
5 

0.10
1 

0.10
6 

0.12
7 

ns 

tCOOR_DSP 

出力レジスタのクロッ

クから出力までの時間
(Clock to output time 
of output register) 

- - 
0.04
6 

0.05
2 

0.05
7 

0.06
5 

ns 

GW1N-9 

tCOIR_DSP 

入力レジスタのクロッ

クから出力までの時間
(Clock to output time 
of input register) 

0.21
9 

0.23
9 

0.29
5 

0.31
8 

0.36
9 

0.39
8 

ns 

tCOPR_DSP 

パイプラインレジスタ

のクロックから出力ま

での時間(Clock to 

output time of pipeline 
register) 

0.06
3 

0.07
5 

0.08
5 

0.10
1 

0.10
6 

0.12
7 

ns 

tCOOR_DSP 

出力レジスタのクロッ

クから出力までの時間
(Clock to output time 
of output register) 

0.03
4 

0.03
8 

0.04
6 

0.05
2 

0.05
7 

0.06
5 

ns 

3.4.4 Gearboxのスイッチング特性 

表 3-17 Gearboxのタイミングパラメータ 

デバイス 名称 説明 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 

単位 
最

小

値 

最

大

値 

最

小

値 

最

大

値 

最

小

値 

最

大

値 

GW1N-

1/4/9 

FMAXIDDR 
1:2 Gearbox入力

IO最大シリアルレ

ート 

- 400 - 350 - 300 Mbps 

FMAXIDES4 
1:4 Gearbox入力

IO最大シリアルレ

ート 

- 800 - 750 - 700 Mbps 
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デバイス 名称 説明 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 

単位 
最

小

値 

最

大

値 

最

小

値 

最

大

値 

最

小

値 

最

大

値 

FMAXIDES7 
1:7 Gearbox入力

IO最大シリアルレ

ート 

- 1000 - 900 - 800 Mbps 

FMAXIDESx 
1:8/1:10 Gearbox

入力 IO最大シリ

アルレート 

- 1100 - 1000 - 900 Mbps 

FMAXODDR 
2:1 Gearbox出力

IO最大シリアルレ

ート 

- 400 - 350 - 300 Mbps 

FMAXOSER4 
4:1 Gearbox出力

IO最大シリアルレ

ート 

- 800 - 750 - 700 Mbps 

FMAXOSER7 
7:1 Gearbox出力

IO最大シリアルレ

ート 

- 1000 - 900 - 800 Mbps 

FMAXOSERx 
8:1/10:1 Gearbox

出力 IO最大シリ

アルレート 

- 1100 - 1000 - 900 Mbps 

GW1N-

1P5/2 

FMAXIDDR 
1:2 Gearbox入力

IO最大シリアルレ

ート 

- 400 - 350 - 300 Mbps 

FMAXIDES4 
1:4 Gearbox入力

IO最大シリアルレ

ート 

- 800 - 750 - 700 Mbps 

FMAXIDES7 
1:7 Gearbox入力

IO最大シリアルレ

ート 

- 1000 - 900 - 800 Mbps 

FMAXIDESx 

1:8/1:10/1:16 

Gearbox入力 IO

最大シリアルレー

ト 

- 1200 - 1100 - 1000 Mbps 

FMAXODDR 
2:1 Gearbox出力

IO最大シリアルレ

ート 

- 400 - 350 - 300 Mbps 

FMAXOSER4 
4:1 Gearbox出力

IO最大シリアルレ

ート 

- 800 - 750 - 700 Mbps 

FMAXOSER7 
7:1 Gearbox出力

IO最大シリアルレ

ート 

- 1000 - 900 - 800 Mbps 

FMAXOSERx 

8:1/10:1/16:1 

Gearbox出力 IO

最大シリアルレー

ト 

- 1200 - 1100 - 1000 Mbps 

注記： 
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 LVDS IOの速度は最大 1Gbpsですが、1:4と 1:2の場合、コア速度がその速度に到

達できない場合があります。 

 Drive Strength=3.5 mA。 

表 3-18シングルエンド IO Fmax 

名称 Fmaxの最小値(MHz) 

 Drive Strength = 4mA Drive Strength > 4mA 

LVTTL33 150 300 

LVCMOS33 150 300 

LVCMOS25 150 300 

LVCMOS18 150 300 

LVCMOS15 150 200 

LVCMOS12 150 150 

注記： 

テスト負荷値は 30pF電気容量です。 

3.4.5 クロックおよび I/Oのスイッチング特性 

表 3-19外部スイッチング特性 

デバイス 名称 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 

単位 

標準値 標準値 標準値 

GW1N-1 

HCLK Tree delay 1 1.2 1.4 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK0~5) 

2.2 2.4 2.6 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK6~7) 

2.4 2.7 2.9 ns 

Pin-LUT-Pin Delay 4 4.3 4.6 ns 

GW1N-1P5 

HCLK Tree delay 0.6 0.8 1.1 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK0~5) 

1.8 2.1 2.4 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK6~7) 

2.1 2.5 2.8 ns 

Pin-LUT-Pin Delay 2.5 3 3.5 ns 

GW1N-2 

HCLK Tree delay 0.6 0.8 1.1 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK0~5) 

1.8 2.1 2.4 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK6~7) 

2.1 2.5 2.8 ns 
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デバイス 名称 

C7/I6 C6/I5 C5/I4 

単位 

標準値 標準値 標準値 

Pin-LUT-Pin Delay 2.5 3 3.5 ns 

GW1N-4 

HCLK Tree delay - 1 1.2 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK0~5) 

- 2.2 2.5 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK6~7) 

- 2.5 2.8 ns 

Pin-LUT-Pin Delay - 4.2 4.5 ns 

GW1N-9 

HCLK Tree delay 0.8 1 1.2 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK0~5) 

2 2.2 2.5 ns 

PCLK Tree 
delay(GCLK6~7) 

2.2 2.5 2.8 ns 

Pin-LUT-Pin Delay 4 4.2 4.5 ns 

 

3.4.6 オンチップオシレータのスイッチング特性 

表 3-20オンチップオシレータのパラメータ 

名称 説明 最小値 標準値 最大値 

fMAX 

オシレータの出力

周波数 

(0 ~ +85℃) 

GW1N-4 97.25MHz 105MHz 112.85MHz 

GW1N-1 114MHz 120MHz 126MHz 

GW1N-1P5/2/9 118.75MHz 125MHz 131.25MHz 

オシレータの出力

周波数 

(-40 ~ +100℃) 

GW1N-4 91.85MHz 105MHz 118.25MHz 

GW1N-1 108MHz 120MHz 132MHz 

GW1N-1P5/2/9 112.5MHz 125MHz 137.5MHz 

tDT 出力クロックのデューティサイクル 43% 50% 57% 

tOPJIT 出力クロックのジッタ 0.01UIPP 0.012UIPP 0.02UIPP 
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3.4.7 PLLのスイッチング特性 

表 3-21 PLLのタイミングパラメータ 

名称 説明 

GW1N-1 
GW1N-1P5/ 
GW1N-2 

GW1N-4 GW1N-9 

単位 

C6/I5 C5/I4 C7/I6 C6/I5 C7/I6 C6/I5 C5/I4 C7/I6 C6/I5 

FINMAX 
Maximum 
Input Clock 
Frequency 

400 320 400 400 - 400 320 400 400 MHz 

FINMIN 
Minimum 
Input Clock 
Frequency 

3 3 3 3 - 3 3 3 3 MHz 

FPFDMAX 

Maximum 
Frequency at 
the Phase 
Frequency 
Detector 

400 320 400 400 - 400 320 400 400 MHz 

FPFDMIN 

Minimum 
Frequency at 
the Phase 
Frequency 
Detector 

3 3 3 3 - 3 3 3 3 MHz 

FINJITTER 
Maximum 
Input Clock 
Period Jitter 

< 20% of clock input period or 1 ns Max 

FINDUTY 

Minimum 
Allowable 
Input Duty 
Cycle: 3-49 
MHz 

25 25 25 25 - 25 25 25 25 % 

Minimum 
Allowable 
Input Duty 
Cycle: 50-199 
MHz 

30 30 30 30 - 30 30 30 30 % 

Minimum 
Allowable 
Input Duty 
Cycle: 200-
399 MHz 

35 35 35 35 - 35 35 35 35 % 

FVCOMIN 
Minimum PLL 
VCO 
Frequency 

400 320 400 400 - 400 320 400 400 MHz 
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名称 説明 

GW1N-1 
GW1N-1P5/ 
GW1N-2 

GW1N-4 GW1N-9 

単位 

C6/I5 C5/I4 C7/I6 C6/I5 C7/I6 C6/I5 C5/I4 C7/I6 C6/I5 

FVCOMAX 
Maximum PLL 
VCO 
Frequency 

900 720 800 800 - 1000 800 1200 1200 MHz 

TSTATPHA

OFFSET 

Static Phase 
Offset of the 
PLL Outputs 

+/-50 +/-50 +/-50 +/-50 - +/-50 +/-50 +/-50 +/-50 ps 

TJITTER_C

CJ_HCLK
[3] 

PLL Output 
cycle-cycle 
Jitter Thru 

HCLK≥
100MHz 

<300 <300 <300 <300 - <300 <300 <300 <300 ps 

PLL Output 
cycle-cycle 
Jitter Thru 
HCLK 
<100MHz 

<30 <30 <30 <30 - <30 <30 <30 <30 mUI 

PLL Output 
cycle-cycle 
Jitter Thru 

PCLK≥
100MHz 

<400 <400 <400 <400 - <400 <400 <400 <400 ps 

PLL Output 
cycle-cycle 
Jitter Thru 
PCLK<100MH
z 

<40 <40 <40 <40 - <40 <40 <40 <40 mUI 

TJITTER_P

J_PCLK 

PLL Output 
period Jitter 

Thru HCLK≥
100MHz 

<300 <300 <300 <300 - <300 <300 <300 <300 ps 

PLL Output 
period Jitter 
Thru HCLK 
<100MHz 

<30 <30 <30 <30 - <30 <30 <30 <30 mUI 

PLL Output 
period Jitter 
Thru PCLK 

≥100MHz 

<400 <400 <400 <400 - <400 <400 <400 <400 ps 

PLL Output 
period Jitter 

<40 <40 <40 <40 - <40 <40 <40 <40 mUI 
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名称 説明 

GW1N-1 
GW1N-1P5/ 
GW1N-2 

GW1N-4 GW1N-9 

単位 

C6/I5 C5/I4 C7/I6 C6/I5 C7/I6 C6/I5 C5/I4 C7/I6 C6/I5 

Thru PCLK 
<100MHz 

TOUTDUTY
[1],[4] 

PLL Output 
Clock Duty 
Cycle 
Precision 

<50 <50 <50 <50 - <50 <50 <50 <50 mUI 

TLOCKMAX 
PLL Maximum 
Lock Time 

1 1 1 1 - 1 1 1 1 ms 

FOUTMAX 
PLL Maximum 
Output 
Frequency 

450 360 800 800 - 500 400 600 600 MHz 

FOUTMIN
[2] 

PLL Minimum 
Output 
Frequency 

3.12
5 

2.5 
3.12
5 

3.12
5 

- 
3.12
5 

2.5 3.125 3.125 MHz 

TEXTFDVA

R 

External 
Clock 
Feedback 
Variation 

< 20% of clock input period or 1 ns Max 

RSTMINPU

LSE 

Minimum 
Reset Pulse 
Width 

10 10 10 10 - 10 10 10 10 ns 

注記： 

 [1] これらのテスト値は整数分周に基づいています。 

 [2] カスケードモードでは、複数の分周器を直列に接続することで、より低い出力周

波数を得ることができます。 

 [3] 出力ジッタは入力ソースに関連しています。これらのテスト値は、低ジッタ水晶

発振器を入力ソースとして使用した場合に基づいています。 

 [4] IO上のデューティサイクルはクロックツリーの影響も受けます。 
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3.5 User Flashの電気特性 

3.5.1 DC電気特性 

(TJ = -40~+100℃, VCC = 0.95~1.05V, VCCX = 1.7~3.45V, VSS = 0V) 

表 3-22 GW1N-1の User Flashの DC電気特性 

記号 説明 
仕様 

単位 
最小値 標準値 最大値 

Tj 
ジャンクション温

度 
-40 25 100 ℃ 

Ilkg リーク電流 – – 1[1] μA 

Isb スタンバイ電流 
– – 3(Ta=25) 

μA 
– – 20(Ta=85) 

Icc0 アイドル電流 – – 1.3 mA 

Icc1 読み出し電流 

– – 2(Rmod=00) mA 

– – 2.5(Rmod=01) mA 

– – 3(Rmod=1x) mA 

Icc2 
ページ書き込み電

流 
– – 2 mA 

Icc3 
プログラミング/消

去電流 
– – 3 mA 

注記： 

[1] Flashのリーク電流は、デバイスのリーク電流に含まれています。詳しくは表 3-4ホッ

トプラグ特性を参照してください。 

表 3-23 GW1N-2/4/9の User Flashの DC電気特性(一) 

記号 説明 
仕様 

単位 
最小値 標準値 最大値 

Tj 
ジャンクション温

度 
-40 25 125 ℃ 

表 3-24 GW1N-2/4/9の User Flashの DC電気特性(二)[1],[4] 

名称 
パラメ

ータ 

最大値 
単位 

Wake-up

時間 
条件 

VCC
[3] VCCX 

読み出しモード
(w/I 25ns) 

ICC1
[2] 

2.19 0.5 mA NA 

最小クロックサイクル、デュ

ーティサイクル 100%、VIN = 

“1/0” 

書き込みモード 0.1 12 mA NA – 

消去モード 0.1 12 mA NA – 

ページ消去モー

ド 
0.1 12 mA NA – 
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名称 
パラメ

ータ 

最大値 
単位 

Wake-up

時間 
条件 

VCC
[3] VCCX 

読み出しモード

の静的電流(25

～50ns) 

ICC2 980 25 μA NA 

XE=YE=SE=“1”、T=Taccから

T=50nsまで、I/Oの電流は

0mA。T=50nsの後、内部タイ

マーは読み出しモードをオフ

にし、I/Oの電流は待機モード

電流 

待機モード ISB 5.2 20 μA 0 VSS、VCCXおよび VCC 

注記： 

 [1]これらの数値は直流平均電流値であり、ピーク値は当該平均電流値よりも高くな

ります。 

 [2] ICC1は Tnewにより異なります。 

- Tnew< Taccは許容されません 

- Tnew = Tacc：上表参照 

- Tacc<Tnew - 50ns：ICC1 (new) = (ICC1 - ICC2)(Tacc/Tnew) + ICC2 

- Tnew>50ns：ICC1 (new) = (ICC1 - ICC2)(Tacc/Tnew) + 50ns*ICC2/Tnew + 

ISB 

- t > 50ns，ICC2 = ISB 

 [3] VCCは、wake-up timeのゼロ時間から 1.08V以上である必要があります。 

 [4] Flashのリーク電流は、デバイスのリーク電流に含まれています。詳しくは表 3-4

ホットプラグ特性を参照してください。 

3.5.2 タイミングパラメータ 

(TJ = -40~+100℃, VCC = 0.95~1.05V, VCCX = 1.7~3.45V, VSS = 0V) 

表 3-25 GW1N-1の User Flashのタイミングパラメータ 

記号 説明 
仕様 

単位 
最小値 標準値 最大値 

Taa データ取得時間 – – 38 ns 

Tcy 読み出しサイクル 43 – – ns 

Taw Aclkの Highレベル時間 10 – – ns 

Tawl Aclkの Lowレベル時間 10 – – ns 

Tas セットアップ時間 3 – – ns 

Tah ホールド時間 3 – – ns 

Toz 
Oeプルダウンから高インピーダ

ンスの時間 
– – 2 ns 

Toe 
Oeプルアップからデータ出力の

時間 
– – 2 ns 

Twcy 書き込みサイクル 40 – – ns 

Tpw Pwの Highレベル時間 16 – – ns 
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記号 説明 
仕様 

単位 
最小値 標準値 最大値 

Tpwl Pwの Lowレベル時間 16 – – ns 

Tpas 
ページアドレスのセットアップ時

間 
3 – – ns 

Tpah ページアドレスのホールド時間 3 – – ns 

Tds データのセットアップ時間 16 – – ns 

Tdh データのホールド時間 3 – – ns 

Ts0 SEQ＝0の場合の周期 6 – – μs 

Ts1 SEQ＝1の場合の周期 15 – – μs 

Ts2p 
Aclkから Pe立ち上がりエッジの

セットアップ時間 
5 – 10 μs 

Ts3 Seq＝3の場合の周期 5 – 10 μs 

Tps3 
Pe立ち下がりエッジから Aclkの

セットアップ時間 
60 –  μs 

Tpe 

Mode=1000の場合、消去時間 5.7 6 6.3 ms 

Mode=1100の場合、プログラミン

グ時間 
1.9 2 2.1 ms 

Mode=11xxの場合、プレプログラ

ミング時間 
190 200 210 us 

 

表 3-26 GW1N-1P5/2/4/9の User Flashのタイミングパラメータ[1], [4], [5] 

ユーザーモ

ード 
パラメータ 記号 最小値 最大値 単位 

アクセス時

間 

WC1 

Tacc
[2] 

- 25 ns 

TC - 22 ns 

BC - 21 ns 

LT - 21 ns 

WC - 25 ns 

プログラミング/消去からデータ保存

までのセットアップ時間 
Tnvs 5 - μs 

データ保存のホールド時間 Tnvh 5 - μs 

データ保存のホールド時間(マス消

去) 
Tnvh1 100 - μs 

データ保存からプログラミングまで

のセットアップ時間 
Tpgs 10 - μs 

プログラミングのホールド時間 Tpgh 20 - ns 

プログラミング時間 Tprog 8 16 μs 

書き込みの準備時間 Twpr >0 - ns 
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ユーザーモ

ード 
パラメータ 記号 最小値 最大値 単位 

書き込みのホールド時間 Twhd >0 - ns 

制御信号から書き込み/消去までのセ

ットアップ時間 
Tcps -10 - ns 

SEから読み出しまでのセットアップ

時間 
Tas 0.1 - ns 

SEパルスの Highレベル時間 Tpws 5 - ns 

アドレス/データのセットアップ時間 Tads 20 - ns 

アドレス/データのホールド時間 Tadh 20 - ns 

データのホールド時間 Tdh 0.5 - ns 

読み出しモード

のアドレスのホ

ールド時間 

WC1 Tah 25 - ns 

TC - 22 - ns 

BC - 21 - ns 

LT - 21 - ns 

WC - 25 - ns 

SEパルスの Lowレベル時間 Tnws 2 - ns 

リカバリー時間 Trcv 10 - μs 

データ保持時間 Thv
[3] - 6 ms 

消去時間 Terase 100 120 ms 

マス消去時間 Tme 100 120 ms 

パワーダウンから待機モードまでの

Wake-up時間 
Twk_pd 7 - μs 

待機のホールド時間 Tsbh 100 - ns 

VCCのセットアップ時間 Tps 0 - ns 

VCCXのホールド時間 Tph 0 - ns 

注記： 

 [1]これらの数値はシミュレーションデータに過ぎず、変更される場合があります。 

 [2]信号 XADR、YADR、XE、及び YEが有効になった後、Taccの開始時間は SE信号

の立ち上がりエッジになります。読み出されたデータ DOUTは、次の有効な読み出

しまで保存されます。 

 [3] Thv(Cumulative program high voltage period)は書き込みの開始から次のデータ消

去までの累積時間です。次の消去前に同じアドレスに 3回以上 0または 1を書き込

んではなりません。次の消去前に同じビットセルに 3回以上 0を書き込んではなり

ません。このような制限は安全のためです。 
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 [4]すべての波形には、1nsの立ち上がりエッジ時間と 1nsの立ち下がりエッジ時間

があります。 

 [5]制御信号 X、YADR、XE、及び YEは少なくとも Taccホールドする必要があり、

Taccは SEの立ち上がりエッジから開始します。 

3.5.3 タイミング図(GW1N-1) 

図 3-1読み出しモード 

 

注記： 

読み出しモードの場合、Seq=0。Addr信号には R、Ca、Rmod、Rbyteselが含まれま

す。 

図 3-2ページラッチ書き込みモード 

 

注記： 

ページラッチ書き込みモードの場合、Seq=0、Mode=0000です。 

 

図 3-3ページラッチ・クリア・モード 

 

注記： 

プレプログラミング時のセットや、データをページラッチに書き込む際のタイミングパ

ラメータは、ページラッチ・クリア・モードと同じです。 
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図 3-4 Highレベルサイクル 

 

3.5.4 タイミング図(GW1N-1P5/2/4/9) 

図 3-5 User Flashの読み出しタイミング 

 

図 3-6 User Flashのプログラミングタイミング 

 



3電気特性 
3.6 コンフィギュレーションインターフェースのタイミン

グ仕様 
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図 3-7 User Flashの消去タイミング 

 

3.6 コンフィギュレーションインターフェースのタイミング

仕様 

GW1Nシリーズ FPGA製品は、AUTO BOOTモード、DUAL BOOTモ

ード、MSPIモード、SSPIモード、CPUモード、SERIALモード、およ

び I2Cモードの 7つ GowinCONFIGのコンフィギュレーションモードを

サポートします。詳細については、『Gowin FPGA製品プログラミング・

コンフィギュレーション ユーザーガイド(UG290)』を参照してくださ

い。

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf


4デバイス購入情報 4.1デバイス・オーダー・コード 
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4デバイス購入情報 

4.1 デバイス・オーダー・コード 
注記： 

 デバイスのパッケージの詳細については 1.2製品情報および 1.3パッケージ情報を

参照してください。 

図 4-1デバイス・オーダー・コード–ES 

-

Product Series

GW1N

Logic Density

1: 1,152 LUTs

1P5: 1,584 LUTs

2:   2,304 LUTs

4:   4,608 LUTs  

9:   8,640 LUTs

Core Supply Voltage

LV 1.2V

UV 1.8V/2.5V/3.3V

Package Type
CS30    (WLCSP30, 0.4mm)

CS42    (WLCSP42, 0.4mm)

CS72    (WLCSP72, 0.4mm)

QN32    (QFN32, 0.5mm)

FN32     (QFN32, 0.4mm)

QN48    (QFN48, 0.4mm)

QN48F  (QFN48F, 0.4mm)

CM64    (WLCSP64, 0.5mm)

QN88     (QFN88, 0.4mm)

LQ100    (LQFP100, 0.5mm)

LQ100X  (LQFP100X, 0.5mm)

LQ144    (LQFP144, 0.5mm)

LQ144X  (LQFP144X, 0.5mm)

EQ144    (eLQFP144, 0.5mm)

LQ176    (LQFP176, 0.4mm)

EQ176    (eLQFP176, 0.4mm)

MG100   (MBGA100, 0.5mm)

MG132   (MBGA132, 0.5mm)

MG132X (MBGA132X, 0.5mm)

MG160   (MBGA160, 0.5mm)

MG196   (MBGA196, 0.5mm)

UG169    (UBGA169, 0.8mm)

UG256    (UBGA256, 0.8mm)

UG332    (UBGA332, 0.8mm)

PG256    (PBGA256, 1.0mm)

PG256M (PBGA256M, 1.0mm)

Optional Suffix

ES Engineering Sample 

GW1N XX XXXXXX ESX
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図 4-2デバイス・オーダー・コード–Production 

-

Product Series

GW1N

Logic Density

1:  1,152 LUTs

1P5: 1,584 LUTs

2:   2,304 LUTs

4:  4,608 LUTs

9:  8,640 LUTs

Core Supply Voltage

LV  1.2V

UV 1.8V/2.5V/3.3V

Grade

C Commercial 

I Industrial 

Package Type
CS30   (WLCSP30, 0.4mm)

CS42    (WLCSP42, 0.4mm)

CS42H (WLCSP42H, 0.4mm)

CS72    (WLCSP72, 0.4mm)

CS100H(WLCSP100H, 0.4mm)

QN32   (QFN32, 0.5mm)

QN32X (QFN32X, 0.5mm)

QN48X  (QFN48X, 0.5mm)

QN48XF(QFN48XF, 0.5mm)

QN48    (QFN48, 0.4mm)

QN48F  (QFN48F, 0.4mm)

QN48H  (QFN48H, 0.4mm)

QN60    (QN60F, 0.35mm)

CM64    (WLCSP64, 0.5mm)

QN88     (QFN88, 0.4mm)

LQ100    (LQFP100, 0.5mm)

LQ100X  (LQFP100X, 0.5mm)

LQ144    (LQFP144, 0.5mm)

LQ144X  (LQFP144X, 0.5mm)

LQ144F  (LQFP144F, 0.5mm)

EQ144    (eLQFP144, 0.5mm)

LQ176    (LQFP176, 0.4mm)

EQ176    (eLQFP176, 0.4mm)

MG49    (MBGA49, 0.5mm)

MG100    (MBGA100, 0.5mm)

MG100T  (MBGA100T, 0.5mm)

MG121    (MBGA121, 0.5mm)

MG121X  (MBGA121X, 0.5mm)

MG132    (MBGA132, 0.5mm)

MG132X  (MBGA132X, 0.5mm)

MG132H  (MBGA132H, 0.5mm)

MG160    (MBGA160, 0.5mm)

MG196    (MBGA196, 0.5mm)

UG169    (UBGA169, 0.8mm)

UG256    (UBGA256, 0.8mm)

UG332    (UBGA332, 0.8mm)

PG256    (PBGA256, 1.0mm)

PG256M (PBGA256M, 1.0mm)

GW1N XX XXXXXX CX/IXX

Speed 

4 Slowest /5 /6 /7 Fastest

 

注記： 

 同じスピードグレードの LittleBeeファミリーと Aroraファミリーのデバイスは、異

なる速度を持っています。 

 Gowinデバイスのスピードグレードは、C7/I6、C6/I5などの二重ラベルでマークさ

れます。チップはインダストリアルグレードの規格で選別されたため、インダスト

リアル・アプリケーション(I)とコマーシャル・アプリケーション(C)の両方に対応で

きます。インダストリアルグレードの最高温度は 100℃、コマーシャルグレードの

最高温度は 85℃であるため、チップの、コマーシャル・アプリケーションでのスピ

ードグレードが 7の場合、インダストリアル・アプリケーションでのスピードグレ

ードは 6になります。 

 

 



4デバイス購入情報 4.2 デバイスのパッケージマーク 

 

DS100-3.3.3J 76(81) 

 

4.2 デバイスのパッケージマーク 

GOWINセミコンダクターのチップの表面にデバイス情報が印刷されて

います(図 4-3と図 4-4)。 

図 4-3デバイスのパッケージのマーク例 

   XXXXXXXXXX

   XXXXXXXXXX

   YYWW

   LLLLLLLLL

   XXXXXXXXXXXXXXXXX

   YYWW

   LLLLLLLLL

Part Number

Date Code

Lot Number

Part Number
[1]

Date Code

Lot Number

   XXXXXXXXXX

   XXXXXXXXXX

   YYWWX

   LLLLLLLLL

   XXXXXXXXXXXXXXXXX

   YYWWX

   LLLLLLLLL

Part Number

Date Code
[2]

Lot Number

Part Number
[1]

Date Code
[2]

Lot Number

    XXXXXXXXXXXXXXXXX
    YYWWXXXX

    LLLLLLLLL

Part Number

Date Code

Lot Number

   XXXXXXXXXX

   XXXXXXXXXX

   YYWWXXXX

    LLLLLLLLL

Part Number
[1]

Date Code

Lot Number

[3]

[3]

[3]

 

注記： 

 [1]上の右図の一行目と二行目は「Part Number」(部品番号)です。 

 [2] Date Codeの 5番目の文字は、デバイスのバージョンを示します。 

 [3]パッケージのマークに Gowinロゴが付いているかどうかは、パッケージタイプ、

パッケージサイズ、部品番号の長さによって決まります(上記の図はパッケージマー

クの一例にすぎません)。 
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図 4-4デバイスのパッケージのマーク例(GW1N-LV4CS72C6/I5) 

   GW1N-LV4

   CS72C6/I5

   YYWWX

   XXXXXXXXX1

   XXXXXXXX

Part Number
[1]

Date Code
[2]

Lot Number

Coordinates

   GW1N-LV4

   CS72C6/I5

   YYWWX

   XXXXXXXXX3

   XXXXXXXX

Part Number
[1]

Date Code
[2]

Lot Number

Coordinates

 

注記： 

 [1]上の右図の一行目と二行目は「Part Number」(部品番号)です。 

 [2] Date Codeの 5番目の文字は、デバイスのバージョンを示します。 
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5本マニュアルについて 

5.1 マニュアルの内容 

本マニュアルには、主に GOWINセミコンダクターGW1Nシリーズ

FPGA製品の特徴、リソース情報、内部構造、電気特性、及びデバイス購

入情報などが含まれています。ユーザーが GOWINセミコンダクター

GW1Nシリーズ FPGA製品を使いこなせるよう作成されています。 

5.2 関連ドキュメント 

GOWINセミコンダクターの公式Webサイト www.gowinsemi.com/ja

から、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 Gowin FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーション ユーザ

ーガイド(UG290) 

 GW1Nシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト ユーザーガイ

ド(UG103) 

 GW1N-1デバイス Pinout(UG107) 

 GW1N-4デバイス Pinout(UG105) 

 GW1N-9デバイス Pinout(UG114) 

 GW1N-2デバイス Pinout(UG171) 

 GW1N-1P5デバイス Pinout(UG174) 

5.3 用語、略語 

表 5-1に、本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を示し

ます。 

表 5-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

ALU Arithmetic Logic Unit 算術論理演算装置 

BSRAM 
Block Static Random Access 
Memory 

ブロック SRAM 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG103J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG107J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG105J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG114J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG171J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG174J.pdf
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用語、略語 正式名称 意味 

CFU Configurable Function Unit 
コンフィギャラブル機能ユニッ

ト 

CLS Configurable Logic Section 
コンフィギャラブル論理セクシ

ョン 

CLU Configurable Logic Unit 
コンフィギャラブル論理ユニッ

ト 

CRU Configurable Routing Unit 
コンフィギャラブル配線ユニッ

ト 

CS WLCSP WLCSPパッケージ 

CSI Camera Serial Interface 
カメラ・シリアル・インターフ

ェース 

DCS Dynamic Clock Selector 
ダイナミック・クロック・セレ

クタ 

DP True Dual Port 16K BSRAM 16Kデュアル・ポート BSRAM 

DQCE 
Dynamic Quadrant Clock 
Enable 

ダイナミック・クォドラント・

クロック・イネーブル 

DSI Display Serial Interface 
ディスプレイ・シリアル・イン

ターフェース 

DSP Digital Signal Processing デジタル信号処理 

FF Flip-Flop フリップフロップ 

FPGA Field Programmable Gate Array 
フィールド・プログラマブル・

ゲート・アレイ 

GPIO Gowin Programmable I/O Gowinプログラマブル汎用 IO 

IOB Input/Output Block 入出力ブロック 

LQ LQFP LQFPパッケージ 

LUT4 4-input Look-up Table 4入力ルックアップテーブル 

MG MBGA MBGAパッケージ 

MIPI 
Mobile Industry Processor 
Interface 

モバイル産業用プロセッサーイ

ンターフェース 

PG PBGA PBGAパッケージ 

PLL Phase-locked Loop 位相同期回路 

QN QFN QFNパッケージ 

REG Register レジスタ 



5本マニュアルについて 5.4テクニカル・サポートとフィードバック 
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用語、略語 正式名称 意味 

SDP Semi Dual Port 16K BSRAM 
16Kセミ・デュアル・ポート
BSRAM 

SP Single Port 16K BSRAM 16Kシングル・ポート BSRAM 

SSRAM 
Shadow Static Random Access 
Memory 

分散 SRAM 

UG UBGA UBGAパッケージ 

5.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供していま

す。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わせ

ください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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